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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリであって、
　基板を支持する基板テーブルと、
　前記基板テーブルと基板テーブル上に搭載された前記基板との間の領域にガスを供給す
るガスハンドリングシステムであって、前記ガスハンドリングシステムにより供給される
ガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する、ガスハンドリングシ
ステムと、を備え、
　前記基板テーブルは、前記ガスハンドリングシステムから前記基板と前記基板テーブル
との間の領域にガスを供給する供給ポートと、前記領域から流体を抽出する抽出ポートと
を備え、前記抽出ポートは、前記基板周辺に隣接する領域から雰囲気ガス、液浸流体、ま
たは両方の横方向内側への流れを提供するよう構成された周辺抽出ポートを備え、
　前記供給ポートおよび前記抽出ポートは、前記周辺抽出ポートに直接隣接する領域にお
いて前記ガスハンドリングシステムにより供給されるガスの横方向外側への流れを提供す
るよう構成されており、且つ基板テーブルアセンブリは、前記基板および／または前記基
板テーブルの中心と比較して、前記基板と前記基板テーブルとの間の領域の横方向内側部
分と横方向外側部分の間の流体の流れを制限する閉路形状の周辺流れ制限構造をさらに備
え、
　前記周辺流れ制限構造は、内側周辺流れ制限構造と、外側周辺流れ制限構造とを備え、
前記内側周辺流れ制限構造は、前記外側周辺流れ制限構造により取り囲まれており、
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　前記周辺抽出ポートは、前記内側周辺流れ制限構造と前記外側周辺流れ制限構造の間に
位置している、
　ことを特徴とする基板テーブルアセンブリ。
【請求項２】
　前記ガスハンドリングシステムにより供給されるガスがＨ２を含むことを特徴とする請
求項１に記載の基板テーブルアセンブリ。
【請求項３】
　前記内側周辺流れ制限構造と前記外側周辺流れ制限構造との間に、中間周辺流れ制限構
造をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の基板テーブルアセンブリ。
【請求項４】
　前記基板テーブルと前記基板テーブル上に搭載された前記基板との間の前記ガスで満た
されている領域の半径方向外側にバッファガスを供給するためのバッファガス供給ポート
をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の基板テーブルアセンブリ。
【請求項５】
　液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリであって、
　基板を支持する基板テーブルと、
　前記基板テーブルと前記基板テーブル上に搭載された前記基板との間の領域に第１のガ
スを供給するガスハンドリングシステムであって、前記ガスハンドリングシステムにより
供給される前記第１のガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する
、ガスハンドリングシステムと、を備え、
　前記ガスハンドリングシステムはさらに、前記基板テーブルと前記基板テーブル上に搭
載された前記基板との間の前記第１のガスで満たされた領域の半径方向外側に、第２のガ
スとしてバッファガスを供給するよう構成されており、前記バッファガスは、前記第１の
ガスとは異なる組成を有する、
　ことを特徴とする基板テーブルアセンブリ。
【請求項６】
　前記基板テーブルと前記基板テーブル上に搭載された前記基板との間の前記第１のガス
で満たされた領域の半径方向外側に前記バッファガスを供給するためのバッファガス供給
ポートをさらに備える、
　ことを特徴とする請求項５に記載の基板テーブルアセンブリ。
【請求項７】
　２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する前記ガスまたは前記第１の
ガスは、９９％を超えるＨｅを含む、
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の基板テーブルアセンブリ。
【請求項８】
　前記バッファガス供給ポートは、前記バッファガスの横方向内側への流れを提供するよ
う構成されている、および／または、前記バッファガス供給ポートは、２９８Ｋで１００
ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する前記ガスまたは前記第１のガスを円周方向に取
り囲む前記バッファガスの障壁を提供するよう構成される、
　ことを特徴とする請求項４または６に記載の基板テーブルアセンブリ。
【請求項９】
　バッファガスの横方向外側への流れを制限するバッファガス流れ制限構造をさらに備え
る、および／または、前記基板テーブルは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱
伝導率を有する前記ガスまたは前記第１のガスとは異なる組成を有する前記バッファガス
をバッファガス供給ポートに供給するよう構成される、および／または、前記バッファガ
スは空気よりも高い熱伝導率を有する、および／または、前記バッファガスは９９％を超
えるＮ２を含む、
　ことを特徴とする請求項４，６または８に記載の基板テーブルアセンブリ。
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【請求項１０】
　液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリであって、
　基板を支持する基板テーブルと、
　前記基板テーブルと前記基板テーブル上に搭載された前記基板との間の領域にガスを供
給するガスハンドリングシステムであって、前記ガスハンドリングシステムにより供給さ
れる前記ガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する、ガスハンド
リングシステムと、を備え、
　前記基板テーブルは、前記基板と前記基板テーブルとの間の領域中への開口部を有する
スルーホールと、前記開口部を取り囲むスルーホール流れ制限構造と、前記スルーホール
流れ制限構造間の１つ以上のスルーホール抽出ポートとを備える、
　ことを特徴とする基板テーブルアセンブリ。
【請求項１１】
　液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリを用いたデバイス製造方法であって
、
　投影系と前記基板との間の空間に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された
放射ビームを投影することと、
　ガスハンドリングシステムを用いて前記基板と基板テーブルとの間の領域にガスを供給
することであって、前記ガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有す
ることと、
　を備え、
　前記基板テーブルは、前記ガスハンドリングシステムから前記基板と前記基板テーブル
との間の領域にガスを供給する供給ポートと、前記領域から流体を抽出する抽出ポートと
を備え、前記抽出ポートは、前記基板周辺に隣接する領域から雰囲気ガス、液浸流体、ま
たは両方の横方向内側への流れを提供するよう構成された周辺抽出ポートを備え、
　前記供給ポートおよび前記抽出ポートは、前記周辺抽出ポートに直接隣接する領域にお
いて前記ガスハンドリングシステムにより供給されるガスの横方向外側への流れを提供す
るよう構成されており、且つ基板テーブルアセンブリは、前記基板および／または前記基
板テーブルの中心と比較して、前記基板と前記基板テーブルとの間の領域の横方向内側部
分と横方向外側部分の間の流体の流れを制限する閉路形状の周辺流れ制限構造をさらに備
え、
　前記周辺流れ制限構造は、内側周辺流れ制限構造と、外側周辺流れ制限構造とを備え、
前記内側周辺流れ制限構造は、前記外側周辺流れ制限構造により取り囲まれており、
　前記周辺抽出ポートは、前記内側周辺流れ制限構造と前記外側周辺流れ制限構造の間に
位置している、
　ことを特徴とするデバイス製造方法。
【請求項１２】
　前記ガスがＨ２を含むことを特徴とする請求項１１に記載のデバイス製造方法。
【請求項１３】
　投影系と基板との間の空間に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射
ビームを投影することと、
　前記基板と基板テーブルとの間の領域に第１のガスを供給することであって、前記第１
のガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有することと、
　前記基板と前記基板テーブルとの間の前記第１のガスで満たされた領域の半径方向外側
に、第２のガスとしてバッファガスを供給することであって、前記バッファガスが前記第
１のガスとは異なる組成を有することと、
　を備えることを特徴とするデバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板テーブルアセンブリ、液浸リソグラフィ装置、及び液浸リソグラフィ装
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置を使用したデバイスを製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リソグラフィ装置は、所望のパターンを基板の目標部分、通常は基板の目標部分に転写
する機械である。リソグラフィ装置は例えば集積回路（ＩＣ）の製造に用いられる。この
場合、例えばマスクまたはレチクルとも称されるパターニングデバイスが、集積回路の個
別の層に形成されるべき回路パターンを生成するために使用される。このパターンが基板
（例えばシリコンウェハ）の（例えばダイの一部、あるいは１つまたは複数のダイからな
る）目標部分に転写される。パターン転写は典型的には基板に形成された放射感応性材料
（レジスト）層への結像による。一般に一枚の基板には網状に隣接する一群の目標部分が
含まれ、これらは連続的に露光される。公知のリソグラフィ装置にはいわゆるステッパと
スキャナとがある。ステッパにおいては、目標部分にパターン全体が一度に露光されるよ
うにして各目標部分は照射を受ける。スキャナにおいては、所与の方向（スキャン方向）
に放射ビームによりパターンを走査するとともに基板をスキャン方向に平行または逆平行
に走査するようにして各目標部分は照射を受ける。パターニングデバイスから基板へのパ
ターン転写は、基板にパターンをインプリントすることによっても可能である。
【０００３】
　リソグラフィ投影装置において基板を液体に浸すことが提案されている。この液体は比
較的高い屈折率をもつ液体であり、例えば水である。そうして投影系の最終要素と基板と
の間の空間が液体で満たされる。一実施形態においては液体は蒸留水であるが、その他の
液体も使用可能である。本発明の一実施形態は液体に言及して説明しているが、その他の
流体、特に濡れ性流体、非圧縮性流体、及び／または屈折率が空気より高い、望ましくは
屈折率が水より高い流体が適切なこともある。気体を除く流体が特に好ましい。その真意
は、露光放射は液体中で波長が短くなるので、より小さい形状の結像が可能となるという
ことである（液体の効果は、システムの有効開口数（ＮＡ）を大きくし、焦点深度も大き
くすることと見なすこともできる。）。別の液浸液も提案されている。固体粒子（例えば
石英）で懸濁している水や、ナノ粒子（例えば最大寸法１０ｎｍ以下）で懸濁している液
体である。懸濁粒子はその液体の屈折率と同程度の屈折率を有していてもよいし、そうで
なくてもよい。その他に適切な液体として炭化水素もある。例えば芳香族、フッ化炭化水
素、及び／または水溶液がある。
【０００４】
　基板を、又は基板と基板テーブルとを液体の浴槽に浸すということは（例えば米国特許
第ＵＳ４，５０９，８５２号参照）、走査露光中に加速すべき大きい塊の液体があるとい
うことである。これには、追加のモータ又はさらに強力なモータが必要であり、液体中の
乱流が望ましくない予測不能な効果を引き起こすことがある。
【０００５】
　液浸装置においては液浸流体が、流体ハンドリングシステム、流体ハンドリングデバイ
ス構造、または流体ハンドリング装置によって操作される。一実施形態においては流体ハ
ンドリングシステムは液浸流体を供給してもよく、よって流体供給システムであってもよ
い。一実施形態においては流体ハンドリングシステムは液浸流体を少なくとも部分的に閉
じ込めてもよく、流体閉じ込めシステムであってもよい。一実施形態においては流体ハン
ドリングシステムは液浸流体に対する障壁を提供してもよく、バリア部材、例えば流体閉
じ込め構造であってもよい。一実施形態においては流体ハンドリングシステムは気体流れ
を生成または使用して、例えば液浸流体の流れ及び／または位置の制御を助けるようにし
てもよい。その気体流れは液浸流体を閉じ込めるシールを形成してもよく、流体ハンドリ
ング構造はシール部材と称されてもよい。こうしたシール部材が流体閉じ込め構造であっ
てもよい。一実施形態においては液浸流体として液浸液が使用される。その場合、流体ハ
ンドリングシステムは液体ハンドリングシステムであってもよい。上記の記載において流
体に関し定義された構成への本段落での言及は、液体に関し定義される構成も含むものと
理解されたい。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　基板と接触する液浸流体の蒸発は、基板の冷却を引き起こす可能性がある。この冷却は
、基板の変形を引き起こす可能性がある。基板の変形は、基板上に形成されるパターンに
エラーを生じさせる可能性がある。基板テーブルの温度は、基板テーブルに熱を与えて液
浸液の蒸発により生じる冷却を補償するよう制御することができる。しかしながら、この
アプローチを用いて十分に急速且つ正確な補償を提供することは難しい。
【０００７】
　例えば、液浸液の蒸発に起因する基板冷却の補償を改善することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。こ
の基板テーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テー
ブル上に搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムであっ
て、ガスハンドリングシステムにより供給されるガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ
）以上の熱伝導率を有し、ガスハンドリングシステムにより供給されるガスがＨ２を含む
、ガスハンドリングシステムと、を備える。
【０００９】
　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。こ
の基板テーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テー
ブル上に搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムであっ
て、ガスハンドリングシステムにより供給されるガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ
）以上の熱伝導率を有する、ガスハンドリングシステムと、を備える。基板テーブルは、
ガスハンドリングシステムから基板と前記基板テーブルとの間の領域にガスを供給する供
給ポートと、領域から流体を抽出する抽出ポートとを備える。抽出ポートは、基板周辺に
隣接する領域から雰囲気ガス、液浸流体、または両方の横方向内側への流れを提供するよ
う構成された周辺抽出ポートを備える。
【００１０】
　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。こ
の基板テーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テー
ブル上に搭載された基板との間の領域に第１のガスを供給するガスハンドリングシステム
であって、ガスハンドリングシステムにより供給される前記第１のガスが２９８Ｋで１０
０ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する、ガスハンドリングシステムと、を備える。
ガスハンドリングシステムはさらに、基板テーブルと基板テーブル上に搭載された基板と
の間の領域に、第２のガスとしてバッファガスを供給するよう構成されており、バッファ
ガスは、第１のガスとは異なる組成を有する。
【００１１】
　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。こ
の基板テーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テー
ブル上に搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムであっ
て、ガスハンドリングシステムにより供給されるガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ
）以上の熱伝導率を有する、ガスハンドリングシステムと、を備える。基板テーブルは、
基板と基板テーブルとの間の領域中への開口部を有するスルーホールを備える。
【００１２】
　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。こ
の基板テーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テー
ブル上に搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムであっ
て、ガスハンドリングシステムにより供給されるガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ
）以上の熱伝導率を有する、ガスハンドリングシステムと、基板の外側周辺端部において
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、基板の上側の領域と、基板と基板テーブル間の領域との間をシールするエッジシールと
、を備える。基板テーブルアセンブリは、基板の周辺に隣接する領域から、２９８Ｋで１
００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスの横方向内側への流れを提供するよう
構成される。
【００１３】
　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。こ
の基板テーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テー
ブル上に搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムであっ
て、ガスハンドリングシステムにより供給されるガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ
）以上の熱伝導率を有する、ガスハンドリングシステムと、を備える。ガスハンドリング
システムは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスを大気圧を
超える圧力で蓄えるフラッシングリザーバを備える。
【００１４】
　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。こ
の基板テーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テー
ブル上に搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムであっ
て、ガスハンドリングシステムにより供給されるガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ
）以上の熱伝導率を有する、ガスハンドリングシステムと、を備える。ガスハンドリング
システムは、基板と基板テーブルとの間の領域を通過した流体から、２９８Ｋで１００ｍ
Ｗ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスを抽出する再処理システムを備える。
【００１５】
　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。こ
の基板テーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テー
ブル上に搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムであっ
て、ガスハンドリングシステムにより供給されるガスが２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ
）以上の熱伝導率を有する、ガスハンドリングシステムと、不完全真空に保持されており
、基板と基板テーブルの間の領域に選択的に接続可能に構成された吸引リザーバと、を備
える。
【００１６】
　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。こ
の基板テーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、使用中に基板に直接向か
い合う基板テーブルの表面部分の少なくとも２０％を液体で覆うよう、基板テーブルと基
板テーブル上に搭載された基板との間の領域に液体を供給する液体ハンドリングシステム
とを備える。
【００１７】
　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。こ
の基板テーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テー
ブル上に搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムとを備
える。基板テーブルは、基板と基板テーブルとの間の領域中への開口部を有するスルーホ
ールを備える。該アセンブリは、スルーホールの開口部を取り囲むスルーホール流れ制限
構造を備え、該スルーホール流れ制限構造は、開口部の周囲に閉路を形成する。
【００１８】
　一態様によれば、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の
空間に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと
、基板と基板テーブルとの間の領域にガスを供給することであって、ガスが２９８Ｋで１
００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有し、ガスがＨ２を含むことと、を備える。
【００１９】
　一態様によれば、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の
空間に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと
、基板と基板テーブルとの間の領域にガスを供給することであって、ガスが２９８Ｋで１
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００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有することと、基板の周辺に隣接する領域から、
雰囲気ガス、液浸流体、または両方の横方向内側への流れを提供することと、を備える。
【００２０】
　一態様によれば、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の
空間に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと
、基板と基板テーブルとの間の領域に第１のガスを供給することであって、第１のガスが
２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有することと、基板と基板テーブル
との間の領域に、第２のガスとしてバッファガスを供給することであって、バッファガス
が第１のガスとは異なる組成を有することと、を備える。
【００２１】
　一態様によれば、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の
空間に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと
、基板と基板テーブルとの間の領域にガスを供給することを備える。ガスは、２９８Ｋで
１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する。基板テーブルは、基板と基板テーブル
との間の領域中への開口部を有するスルーホールを備える。
【００２２】
　一態様によれば、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の
空間に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと
、基板と基板テーブルとの間の領域に２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率
を有するガスを供給することと、基板の上側領域と、基板と基板テーブル間の領域との間
を基板の外側周辺端部においてシールすることと、基板周辺に隣接する領域から２９８Ｋ
で１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスの横方向内側への流れを提供する
ことを備える。
【００２３】
　一態様によれば、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の
空間に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと
、基板と基板テーブルとの間の領域に２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率
を有するガスを供給することと、抽出されたガスを再利用するために、基板と基板テーブ
ルとの間の領域を通過した流体から２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を
有するガスを抽出することを備える。
【００２４】
　一態様によれば、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の
空間に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと
、基板と該基板を支持する基板テーブルとの間の領域に、基板に直接向き合う基板部分の
表面積の少なくとも２０％を覆うように、液体を供給することを備える。
【００２５】
　一態様によれば、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の
空間に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと
、基板と基板テーブルとの間の領域にガスを供給することを備える。基板テーブルは、基
板と基板テーブルとの間の領域中への開口部を有するスルーホールを備える。スルーホー
ル流れ制限構造は、スルーホールの開口部を取り囲んでおり、スルーホール流れ制限構造
は開口部の周囲に閉路を形成する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　本発明の実施形態が付属の図面を参照して以下に説明されるがこれらは例示に過ぎない
。各図面において対応する参照符号は対応する部分を指し示す。
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態に係るリソグラフィ装置を示す図である。
【００２８】
【図２】リソグラフィ投影装置に使用される液体供給システムを示す図である。
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【図３】リソグラフィ投影装置に使用される液体供給システムを示す図である。
【００２９】
【図４】リソグラフィ投影装置に使用される他の液体供給システムを示す図である。
【００３０】
【図５】リソグラフィ投影装置に使用される他の液体供給システムを示す図である。
【００３１】
【図６】リソグラフィ投影装置に使用される他の液体供給システムを示す断面図である。
【００３２】
【図７】投影系と、基板と基板テーブルとの間の領域に高熱伝導率ガスを供給する基板テ
ーブルアセンブリとを示す断面図である。
【００３３】
【図８】基板テーブルの供給ポートおよび抽出ポートを示す断面図である。
【００３４】
【図９】３つの周辺流れ制限構造を有する構成を示す断面図である。
【００３５】
【図１０】基板テーブルのスルーホール、スルーホール流れ制限構造およびスルーホール
抽出ポートを示す断面図である。
【００３６】
【図１１】３つのスルーホール流れ制限構造を有する構成を示す断面図である。
【００３７】
【図１２】基板テーブルのスルーホールおよびスルーホール供給ポートを示す断面図であ
る。
【００３８】
【図１３】エッジシールおよび周辺供給ポートを備える基板テーブルを示す断面図である
。
【００３９】
【図１４】投影系と、フラッシングリザーバ、接続システムおよび連続流システムを有す
るガスハンドリングシステムを備える基板テーブルアセンブリとを示す断面図である。
【００４０】
【図１５】基板と基板テーブルとの間の領域を通過した流体から高熱伝導率ガスを抽出す
る再処理システムを示す図である。
【００４１】
【図１６】基板と基板テーブルとの間の領域に液体を供給する液体ハンドリングシステム
を示す断面図である。
【００４２】
【図１７】図１６の液体ハンドリングシステムのウィッキング構造および連結要素を示す
基板テーブル上面の上面図である。
【００４３】
【図１８】噴霧器を用いた基板テーブル表面への液体の塗布を示す概略図である。
【００４４】
【図１９】局所的な蒸発によるよりむしろ、外部システムから領域に湿った空気が供給さ
れるシステムにおいて、水蒸気分圧と飽和温度がクランプ圧力によってどのように変化す
るかを示すグラフである。
【００４５】
【図２０】バッファガスを用いて高熱伝導率ガスを制限するよう構成された図８に示すタ
イプの一実施形態を示す図である。
【００４６】
【図２１】バッファガスを用いて高熱伝導率ガスを制限するよう構成された図１０に示す
タイプの一実施形態を示す図である。
【００４７】
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【図２２】バッファガスを用いて高熱伝導率ガスを制限するよう構成された図１２に示す
タイプの一実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　図１は、本発明の一実施形態に係るリソグラフィ装置を概略的に示す図である。この装
置は、
　放射ビームＢ（例えばＵＶ放射またはＤＵＶ放射）を調整するよう構成されている照明
系（イルミネータ）ＩＬと、
　パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡを支持するよう構成され、いくつかのパラ
メータに従ってパターニングデバイスＭＡを正確に位置決めするよう構成されている第１
の位置決め装置ＰＭに接続されている支持構造（例えばマスクテーブル）ＭＴと、
　例えば１つまたは複数のセンサを支持するセンサテーブルなどの支持テーブルまたは基
板（例えばレジストで被覆された基板）Wを保持するよう構成された基板テーブルWT（こ
れらは、特定のパラメータに従ってテーブルの表面、例えば基板Wの表面を正確に位置決
めするよう構成された第２の位置決め装置ＰＷに接続されている）と、
　パターニングデバイスＭＡにより放射ビームＢに付与されたパターンを基板Ｗの（例え
ば１つまたは複数のダイからなる）目標部分Ｃに投影するよう構成されている投影系（例
えば屈折投影レンズ系）ＰＳと、を備える。
【００４９】
　照明系ＩＬは、放射の方向や形状の調整またはその他の制御のために、各種の光学素子
例えば屈折光学素子、反射光学素子、反射屈折光学素子、磁気的光学素子、電磁気的光学
素子、静電的光学素子または他の各種光学部品を含んでもよく、あるいはこれらの任意の
組み合わせを含んでもよい。
【００５０】
　支持構造ＭＴは、パターニングデバイスＭＡを保持する。支持構造ＭＴは、パターニン
グデバイスＭＡの向きやリソグラフィ装置の設計、あるいはパターニングデバイスＭＡが
真空環境下で保持されるか否かなどの他の条件に応じた方式でパターニングデバイスＭＡ
を保持する。支持構造ＭＴは、機械的固定、真空固定、静電固定、またはパターニングデ
バイスＭＡを保持するその他の固定技術を用いてもよい。支持構造ＭＴは例えばフレーム
またはテーブルであってよく、必要に応じて固定されていてもよいし移動可能であっても
よい。支持構造ＭＴは、パターニングデバイスＭＡが例えば投影系ＰＳに対して所望の位
置にあることを保証してもよい。本明細書では「レチクル」または「マスク」という用語
を用いた場合には、より一般的な用語である「パターニングデバイス」に同義であるとみ
なされるものとする。
【００５１】
　本明細書では「パターニングデバイス」という用語は、基板の目標部分にパターンを形
成すべく放射ビームの断面にパターンを付与するために使用され得るいかなるデバイスを
も指し示すよう広く解釈されるべきである。放射ビームに与えられるパターンは、基板の
目標部分に所望されるパターンと厳密に対応していなくてもよい。このような場合には例
えば、放射ビームのパターンが位相シフトフィーチャあるいはいわゆるアシストフィーチ
ャを含む場合がある。一般には、放射ビームに付与されるパターンは、目標部分に形成さ
れる集積回路などのデバイスにおける特定の機能層に対応する。
【００５２】
　パターニングデバイスＭＡは透過型であっても反射型であってもよい。パターニングデ
バイスの例としては、マスクやプログラマブルミラーアレイ、プログラマブルＬＣＤパネ
ルがある。マスクはリソグラフィの分野では周知であり、バイナリマスクやレベンソン型
位相シフトマスク、ハーフトーン型位相シフトマスク、更に各種のハイブリッド型マスク
が含まれる。プログラマブルミラーアレイの一例としては、小型のミラーがマトリックス
状に配列され、各ミラーが入射してくる放射ビームを異なる方向に反射するように個別に
傾斜されるというものがある。これらの傾斜ミラーにより、マトリックス状ミラーで反射
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された放射ビームにパターンが付与されることになる。
【００５３】
　本明細書では「投影系」という用語は、使用される露光光あるいは液浸や真空の利用な
どの他の要因に関して適切とされるいかなる投影系をも包含するよう広く解釈されるべき
である。投影系には屈折光学系、反射光学系、反射屈折光学系、磁気的光学系、電磁気的
光学系、静電的光学系、またはこれらの任意の組み合わせなどが含まれる。以下では「投
影レンズ」という用語は、より一般的な用語である「投影系」と同義に用いられ得る。
【００５４】
　ここに図示されるのは、（例えば透過型マスクを用いる）透過型のリソグラフィ装置で
ある。これに代えて、（例えば上述のようなプログラマブルミラーアレイまたは反射型マ
スクを用いる）反射型のリソグラフィ装置を用いることもできる。
【００５５】
　リソグラフィ装置は、２つ以上のテーブル（またはステージまたはサポート）、例えば
２つ以上の基板テーブル、または１つ以上の基板テーブルと１つ以上の洗浄テーブル、セ
ンサテーブルまたは測定テーブルとの組合せを有するタイプのものであってもよい。例え
ば、一実施形態では、リソグラフィ装置は、投影系の露光側に位置する２つ以上のテーブ
ルを備える多重ステージ装置である。各テーブルは、１つ以上の物体を備えるおよび／ま
たは保持する。一実施形態では、１つ以上のテーブルは、放射感受性基板を保持してもよ
い。一実施形態では、１つ以上のテーブルは、投影系からの放射を測定するセンサを保持
してもよい。一実施形態では、多重ステージ装置は、放射感受性基板を保持するよう構成
された第１テーブル（例えば基板テーブル）と、放射感受性基板を保持するよう構成され
ていない第２テーブル（以下においては通常、限定することなく、測定テーブル、センサ
テーブルおよび／または洗浄テーブルとして称される）とを備える。第２テーブルは、１
つ以上の放射感受性基板以外の物体を備えてもよいおよび／または保持してもよい。この
ような１つ以上の物体は、以下から選択された１つ以上を含んでもよい：投影系からの放
射を測定するセンサ、１つ以上のアライメントマーク、および／または洗浄装置（例えば
液体閉じ込め構造を洗浄する）。
【００５６】
　このような「多重ステージ」（または「マルチステージ」）型の装置においては、複数
のテーブルが並行して使用されてもよく、あるいは１以上のテーブルが露光に使用されて
いる間に１以上の他のテーブルで準備工程が実行されてもよい。リソグラフィ装置は２つ
以上のパターニングデバイステーブル（またはステージまたはサポート）を有してもよく
、それらのパターニングデバイステーブルは、基板テーブル、洗浄テーブル、センサテー
ブルおよび／または測定テーブルと同様に、並行して使用されてもよい。
【００５７】
　一実施形態では、リソグラフィ装置は、装置の構成要素の位置、速度などを測定するた
めにエンコーダシステムを備えてもよい。一実施形態では、該構成要素は基板テーブルを
含む。一実施形態では、該構成要素は、測定テーブルおよび／またはセンサテーブルおよ
び／または洗浄テーブルを含む。エンコーダシステムは、本明細書においてテーブル用と
される干渉計システムに加えられてもよいし、干渉計システムに代わるものであってもよ
い。エンコーダシステムは、スケールまたはグリッドと関係する例えばペアのセンサ、ト
ランスデューサまたは読取ヘッド（リードヘッド）を備える。一実施形態では、可動の構
成要素（例えば、基板テーブルおよび／または測定および／またはセンサおよび／または
洗浄テーブル）は、１つ以上のスケールまたはグリッドを有し、リソグラフィ装置のフレ
ーム（これに対して構成要素が移動する）は、１つ以上のセンサ、トランスデューサまた
は読取ヘッドを有する。１つ以上のセンサ、トランスデューサまたは読取ヘッドは、スケ
ールまたはグリッドと協働して構成要素の位置、速度などを測定する。一実施形態では、
リソグラフィ装置のフレーム（これに対して構成要素が移動する）は、１つ以上のスケー
ルまたはグリッドを有し、可動の構成要素（例えば、基板テーブルおよび／または測定お
よび／またはセンサおよび／または洗浄テーブル）は、１つ以上のセンサ、トランスデュ
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ーサまたは読取ヘッドを有する。これらは、スケールまたはグリッドと協働して、構成要
素の位置、速度などを測定する。
【００５８】
　図１を参照すると、イルミネータＩＬは放射源ＳＯから放射ビームを受け取る。例えば
放射源ＳＯがエキシマレーザである場合には、放射源ＳＯとリソグラフィ装置とは別体で
あってもよい。この場合、放射源ＳＯはリソグラフィ装置の一部を構成しているとはみな
されなく、放射ビームは放射源ＳＯからイルミネータＩＬへとビーム搬送系ＢＤを介して
受け渡される。ビーム搬送系ＢＤは例えば適当な方向変更用のミラー及び／またはビーム
エキスパンダを備える。あるいは放射源ＳＯが例えば水銀ランプである場合には、放射源
ＳＯはリソグラフィ装置に一体に構成されていてもよい。放射源ＳＯとイルミネータＩＬ
とは、またビーム搬送系ＢＤが必要とされる場合にはこれも合わせて、放射システムと総
称される。
【００５９】
　イルミネータＩＬは放射ビームの角強度分布を調整するためのアジャスタＡＤを備えて
もよい。一般には、イルミネータＩＬの瞳面における照度分布の少なくとも外径及び／ま
たは内径（通常それぞれ「シグマ－アウタ（σ－ｏｕｔｅｒ）」、「シグマ－インナ（σ
－ｉｎｎｅｒ）」と呼ばれる）が調整される。加えてイルミネータＩＬは、インテグレー
タＩＮ及びコンデンサＣＯなどの他の要素を備えてもよい。イルミネータＩＬはビーム断
面における所望の均一性及び照度分布を得るべく放射ビームを調整するために使用されて
もよい。放射源ＳＯと同様に、イルミネータＩＬはリソグラフィ装置の一部を構成すると
みなされてもよいし、そうでなくてもよい。例えば、イルミネータＩＬは、リソグラフィ
装置に一体の部分であってもよいし、リソグラフィ装置とは別体であってもよい。後者の
場合、リソグラフィ装置はイルミネータＩＬを搭載可能に構成されていてもよい。任意で
、イルミネータＩＬは取り外し可能とされ、（例えば、リソグラフィ装置の製造業者によ
って、またはその他の供給業者によって）別々に提供されてもよい。
【００６０】
　放射ビームＢは、支持構造（例えばマスクテーブル）ＭＴに保持されるパターニングデ
バイス（例えばマスク）ＭＡに入射して、パターニングデバイスＭＡによりパターンが付
与される。パターニングデバイスＭＡを通過した放射ビームＢは投影系ＰＳに進入する。
投影系ＰＳはビームを基板Ｗの目標部分Ｃに合焦する。第２の位置決め装置ＰＷと位置セ
ンサＩＦ（例えば、干渉計、リニアエンコーダ、静電容量センサなど）により基板テーブ
ルＷＴを正確に移動させることができる。そうして基板テーブルＷＴは例えば放射ビーム
Ｂの経路に異なる目標部分Ｃを順次位置決めするように移動される。同様に、第１の位置
決め装置ＰＭと他の位置センサ（図１には明示せず）とにより放射ビームＢの経路に対し
てパターニングデバイスＭＡを正確に位置決めすることができる。この位置決めは例えば
マスクライブラリからのマスクの機械的交換後や走査中に行われる。一般に支持構造ＭＴ
の移動は、第１の位置決め装置ＰＭの一部を構成するロングストロークモジュール（粗い
位置決め用）及びショートストロークモジュール（精細な位置決め用）により実現される
。同様に基板テーブルＷＴの移動は、第２の位置決め装置ＰＷの一部を構成するロングス
トロークモジュール及びショートストロークモジュールにより実現される。ステッパでは
（スキャナとは異なり）、支持構造ＭＴはショートストロークのアクチュエータにのみ接
続されているか、あるいは（少なくとも露光の間に）固定されていてもよい。パターニン
グデバイスＭＡと基板Ｗとは、パターニングデバイスアライメントマークＭ１、Ｍ２及び
基板アライメントマークＰ１、Ｐ２を用いてアライメントされてもよい。図においては基
板アライメントマークが専用の目標部分を占拠しているが、アライメントマークは目標部
分間のスペースに配置されてもよい（これはスクライブライン・アライメントマークとし
て公知である）。同様に、パターニングデバイスＭＡに複数のダイがある場合にはパター
ニングデバイスアライメントマークをダイ間に配置してもよい。
【００６１】
　図示の装置は例えば次のうちの少なくとも１つのモードで使用され得る。
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【００６２】
　１．ステップモードにおいては、放射ビームＢに付与されたパターンの全体が１回の照
射（すなわち単一静的露光）で目標部分Ｃに投影される間、支持構造ＭＴ及び基板テーブ
ルＷＴは実質的に静止状態とされる。そして基板テーブルＷＴがＸ方向及び／またはＹ方
向に移動されて、異なる目標部分Ｃが露光される。ステップモードでは露光フィールドの
最大サイズが単一静的露光で転写される目標部分Ｃのサイズを制限することになる。
【００６３】
　２．スキャンモードにおいては、放射ビームＢに付与されたパターンが目標部分Ｃに投
影される間（すなわち単一動的露光の間）、支持構造ＭＴ及び基板テーブルＷＴは同期し
て走査される。支持構造ＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度及び方向は、投影系ＰＳの
拡大（縮小）特性及び像反転特性により定められる。スキャンモードでは露光フィールド
の最大サイズが単一動的露光での目標部分Ｃの（非走査方向の）幅を制限し、走査移動距
離が目標部分Ｃの（走査方向の）高さを決定する。走査方向のスリットのサイズが、目標
部分Cの（走査方向の）高さを部分的に決定してもよい。
【００６４】
　３．別のモードにおいては、支持構造ＭＴがプログラム可能パターニングデバイスを保
持して実質的に静止状態とされ、放射ビームに付与されたパターンが目標部分Ｃに投影さ
れる間、基板テーブルＷＴが移動または走査される。このモードではパルス放射源が通常
用いられ、プログラム可能パターニングデバイスは、基板テーブルＷＴの毎回の移動後、
または走査中の連続放射パルス間に必要に応じて更新される。この動作モードは、上述の
プログラマブルミラーアレイ等のプログラム可能パターニングデバイスを利用するマスク
レスリソグラフィに容易に適用することができる。
【００６５】
　上記で記載したモードを組み合わせて動作させてもよいし、各モードに変更を加えて動
作させてもよいし、さらに全く別のモードでリソグラフィ装置を使用してもよい。
【００６６】
　ＩＣ製造におけるリソグラフィ装置の使用について本文書において特に言及をしてきた
が、本明細書で述べたリソグラフィ装置は、他の応用形態も有していることを理解すべき
である。例えば、集積された光学システム、磁気領域メモリ用の誘導及び検出パターン、
フラットパネルディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッドなどの製造
といったマイクロスケール又はさらにナノスケールの部品の製造への応用である。
【００６７】
　投影系ＰＳの最終要素と基板との間に液体を提供する構成は、３種類に大きく分類する
ことができる。これらは、浴槽型の構成、いわゆる局所液浸システム、およびオールウェ
ット（all wet）液浸システムである。浴槽型の構成では、基板Ｗの実質的に全体と任意
的に基板テーブルＷＴの一部とが液槽に浸される。
【００６８】
　局所液浸システムは、基板の局所域にのみ液体を供給する液体供給システムを使用する
。液体で満たされる空間は平面図にて基板上面よりも小さく、液体で満たされた領域は基
板Ｗがその領域の下を移動しているとき投影系ＰＳに対し実質的に静止状態にある。図２
乃至図６は、このようなシステムで用いることのできる異なる供給装置を示す。液体を局
所域にシールするためにシール機能がある。これを構成するよう提案されている一つの方
法が国際特許出願公開第９９／４９５０４に開示されている。
【００６９】
　オールウェット型の構成では、液体が閉じこめられない。基板上面全体と基板テーブル
の全体または一部が液浸液で覆われる。少なくとも基板を覆う液体の深さは浅い。液体は
、基板上の液体のフィルム、例えば液体の薄フィルムであってよい。液浸液は、投影系の
領域および投影系に対向する接面（このような接面は基板および／または基板テーブルの
表面であってよい）に供給される。図２乃至図６の液体供給装置のいずれもまた、こうし
たシステムに使用可能である。しかしながら、シール機能をなくすか、動作させないか、
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通常ほどは効果的でないようにするか、あるいはその他の手法で、局所域のみに液体をシ
ールする効果がないようにする。
【００７０】
　図２及び図３に示されるように、液体が少なくとも１つの入口によって基板上に、好ま
しくは最終要素に対する基板の移動方向に沿って供給される。液体は、投影系の下を通過
した後に少なくとも１つの出口によって除去される。基板が－Ｘ方向に最終要素の下を走
査されると、液体が要素の＋Ｘ側にて供給され、－Ｘ側にて除去される。図２は、液体が
入口を介して供給され、低圧源に接続された出口によって要素の他方側で除去される構成
を概略的に示したものである。図２では液体が最終要素に対する基板の移動方向に沿って
供給されるが、こうである必要はない。最終要素の周囲に配置された入口及び出口の様々
な方向及び数が可能であり、一例が図３に示され、ここでは各側に４組の入口と出口が、
最終要素の周囲に規則的なパターンで設けられる。図２および図３では、液体の流れの方
向が矢印で示されていることに留意されたい。
【００７１】
　局所液体供給システムをもつ液浸リソグラフィの更なる解決法が、図４に示されている
。液体は、投影系ＰＳの両側にある２つの溝入口によって供給され、入口の半径方向外側
に配置された複数の分離された出口によって除去される。入口は、投影ビームを通す穴を
中心に有するプレートに設けることができる。液体は、投影系ＰＳの一方側にある１つの
溝入口によって供給され、投影系ＰＳの他方側にある複数の分離された出口によって除去
され、これによって投影系ＰＳと基板Ｗとの間に液体の薄膜の流れが生じる。入口と出口
のどちらの組合せを使用するかの選択は、基板Ｗの移動方向によって決まる（他方の組合
せの入口及び出口は作動させない）。図４では、液体の流れの方向と基板の方向が矢印で
示されていることに留意されたい。
【００７２】
　提案されている別の構成は、液体閉じ込め構造をもつ液体供給システムを設けることで
ある。この液体閉じ込め構造は、投影系の最終要素と基板テーブルとの間の空間の境界の
少なくとも一部に沿って延在する。こうした構成を図５に示す。
【００７３】
　一実施形態では、リソグラフィ装置は、メッシュまたは類似の多孔性物質で覆われた入
口を有する液体除去装置を有する液体閉じ込め構造を備える。メッシュまたは類似の多孔
性物質は、投影系の最終要素と可動テーブル（例えば基板テーブル）との間の空間の液浸
液に接触する二次元孔アレイを提供する。一実施形態では、メッシュまたは類似の多孔性
物質は、ハニカムまたは別の多角形メッシュを備える。一実施形態では、メッシュまたは
類似の多孔性物質は、金属メッシュを備える。一実施形態では、メッシュまたは類似の多
孔性物質は、リソグラフィ装置の投影系の像フィールドを一周延在している。一実施形態
では、メッシュまたは類似の多孔性物質は、液体閉じ込め構造の底面に位置し、テーブル
に対向する面を有する。一実施形態では、メッシュまたは類似の多孔性物質は、テーブル
の上面と概して平行なその底面の少なくとも一部を有する。
【００７４】
　図５は、局所液体供給システムまたは流体ハンドリング構造１２を概略的に示す図であ
る。これは、投影系の最終要素と基板テーブルＷＴまたは基板Ｗとの間の空間の境界の少
なくとも一部に沿って延在する。（以下の記載においては、明示的に別段の定めをした場
合を除き、基板Ｗの表面について言及した場合、追加的にまたは選択的に基板テーブルの
表面にもついても言及していることを留意されたい。）流体ハンドリング構造１２は、投
影系に対してＸＹ面で実質的に静止しているが、Ｚ方向（光軸方向）では多少の相対運動
があってよい。一実施形態においては、流体ハンドリング構造１２と基板Ｗの表面との間
にシールが形成され、このシールはガスシール（ガスシールを備えたこのようなシステム
は欧州特許出願公開第ＥＰ－Ａ－１，４２０，２９８号に開示されている）または液体シ
ールなどの非接触シールであってもよい。
【００７５】



(14) JP 5778093 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

　流体ハンドリング構造１２は、投影系ＰＳの最終要素と基板Ｗとの間の空間１１の少な
くとも一部に液体を収容する。基板Ｗに対する非接触シールが投影系ＰＳの像フィールド
の周囲に形成され、基板Ｗの表面と投影系ＰＳの最終要素との間の空間に液体が閉じ込め
られてもよい。この空間１１は少なくとも一部が流体ハンドリング構造１２により形成さ
れる。流体ハンドリング構造１２は投影系ＰＳの最終要素の下方に配置され、当該最終要
素を囲む。液体が、投影系ＰＳの下方且つ流体ハンドリング構造１２内部の空間に、液体
入口１３によって供給される。液体出口１３によって液体が除去されてもよい。流体ハン
ドリング構造１２は、投影系の最終要素の少し上方まで延在していてもよい。液位が最終
要素の上まで上昇することで、液体のバッファが提供される。一実施形態においては、流
体ハンドリング構造１２は、上端において内周が投影系またはその最終要素の形状に近似
し、例えば円形であってもよい。下端において内周が像フィールドの形状に近似し、例え
ば長方形であってもよいが、これは必須ではない。
【００７６】
　液体は、流体ハンドリング構造１２の底部と基板Ｗの表面との間に使用中に形成される
ガスシール１６によって空間１１に収容されてもよい。ガスシールは、気体によって形成
される。ガスシールの気体は、圧力の作用で入口１５を介して流体ハンドリング構造１２
と基板Ｗとの隙間に提供される。気体は出口１４から抜き取られる。気体入口１５での過
剰圧力、出口１４の真空レベル、及び隙間の幾何学的形状は、液体を閉じ込める内側への
高速のガスフロー１６が存在するように構成される。流体ハンドリング構造１２と基板Ｗ
との間の液体に作用する気体の力が空間１１に液体を収容する。入口／出口は、空間１１
を取り巻く環状溝であってもよい。環状溝は、連続していてもよいし不連続であってもよ
い。ガスフロー１６は、空間１１に液体を収容する効果がある。こうしたシステムは、米
国特許出願公開第２００４－０２０７８２４号明細書に開示されており、その全体が参照
により本明細書に組み込まれる。一実施形態では、流体ハンドリング構造１２はガスシー
ルを有しない。
【００７７】
　図６は、液体供給システムの一部である流体ハンドリング構造１２を示す。流体ハンド
リング構造１２は、投影系ＰＳの最終要素の周辺（例えば外周）に延在している。
【００７８】
　一部において空間１１を規定する面における複数の開口部２０は、液体を空間１１に供
給する。液体は、空間１１に入る前に、個別のチャンバ２４，２６を通ってそれぞれ側壁
２８，２２の開口部２９，２０を通過する。
【００７９】
　流体ハンドリング構造１２の底面と、例えば基板Ｗまたは基板テーブルＷＴまたはその
両方などの接面との間に、シールが与えられる。図６では、シール装置は、非接触シール
を提供するよう構成されており、いくつかの構成要素で構成されている。投影系ＰＳの光
軸から半径方向外側に、空間１１中に延在する流れ制御プレート５１が設けられている。
流れ制御プレート５１は、それを通して液体の流れを許容する開口部５５を有してもよい
。開口部５５は、流れ制御プレート５１をＺ方向に（例えば、投影系ＰＳの光軸と平行に
）移動する場合に有益である。例えば基板Ｗなどの接面に面する（例えば対向する）流体
ハンドリング構造１２の底面上における流れ制御プレート５１の半径方向外側に、開口部
１８０があってもよい。開口部１８０は、接面に向かう方向に液体を供給可能である。こ
れは、結像の間に、基板Ｗと基板テーブルＷＴとの間の隙間を液体で満たすことにより、
液浸液中の気泡形成を防止するのに役立つ。
【００８０】
　開口部１８０の半径方向外側に、流体ハンドリング構造１２と接面との間から液体を抽
出する抽出器アセンブリ７０があってもよい。抽出器アセンブリ７０は、単相抽出器とし
て動作してもよいし、二相抽出器として動作してもよい。抽出器アセンブリ７０は、液体
のメニスカス３２０のメニスカス固定機構として機能する。
【００８１】
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　抽出器アセンブリの半径方向外側には、ガスナイフ９０があってもよい。抽出器アセン
ブリおよびガスナイフの配置は、米国特許出願公開第２００６／０１５８６２７号明細書
に詳細に開示されており、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００８２】
　単相抽出器としての抽出器アセンブリ７０は、液体除去装置、抽出器または入口（参照
によりその全体が本明細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００６－００３８９６８
号明細書に開示されたものなど）を備えてもよい。一実施形態では、液体除去装置７０は
、多孔性物質１１１で覆われた入口１２０を備える。多孔性物質１１１は、気体から液体
を分離して、単一の液相の液体抽出を可能とするために用いられる。多孔性物質１１１の
孔に形成されるメニスカスが、雰囲気ガスが液体除去装置７０のチャンバ１２１中に吸い
込まれるのを防ぐよう、チャンバ１２１の負圧（underpressure）が選択される。しかし
ながら、多孔性物質１１１の表面が液体と接触するとき、流れを制限するメニスカスは存
在せず、液体は液体除去装置７０のチャンバ１２１中に自由に流入できる。
【００８３】
　多孔性物質１１１は、それぞれが例えば５から５０マイクロメータの範囲の幅（直径な
ど）といった寸法の多数の小孔を有する。多孔性物質１１１は、液体が除去される接面な
どの面（例えば基板Ｗの表面）の上側に５０から３００マイクロメータの範囲の高さに維
持されてもよい。一実施形態では、多孔性物質１１１は少なくとも若干の親液性（liquid
philic）を有する。すなわち、例えば水などの液浸液に対して、９０°未満、望ましくは
８５°未満または望ましくは８０°未満の動的接触角を有する。
【００８４】
　ガスナイフ９０の半径方向外側には、ガスナイフ９０からの気体および／またはガスナ
イフ９０を通り過ぎて漏れた液体を除去するために、１つ以上の出口２１０が設けられて
もよい。１つ以上の出口２１０は、ガスナイフ９０の１つ以上の出口の間に位置付けられ
てもよい。出口２１０への流体（気体および／または液体）のチャネリングを促進するた
めに、凹部２２０が液体閉じ込め構造１２に設けられてもよい。この凹部２２０は、ガス
ナイフ９０の出口からおよび／またはガスナイフ９０の出口間から出口２１０に向けられ
る。
【００８５】
　図６には明示的に示されていないが、液体供給システムは、液体レベルの変動を処理す
るための構成を有する。これは、投影系ＰＳと液体閉じ込め構造１２との間に蓄積する（
そしてメニスカス４００を形成する）液体を処理して漏れないようにするためである。こ
の液体を処理する１つの方法は、疎液性（例えば疎水性）コーティングを設けることであ
る。コーティングは、開口部を取り囲む流体ハンドリング構造１２の最上部の周囲におよ
び／または投影系ＰＳの最終光学素子の周囲にバンドを形成してもよい。コーティングは
、投影系ＰＳの光軸の半径方向外側にあってもよい。疎液性（例えば疎水性）コーティン
グは、液浸液を空間１１に保つのに役立つ。加えてまたは代えて、構造１２に対して一定
の高さに到達した液体を除去するために、１つ以上の出口２０１が設けられてもよい。
【００８６】
　別の局所域構成は、気体抵抗原理（gas drag principle）を利用した流体ハンドリング
構造である。いわゆる気体抵抗原理は、例えば米国特許出願公開第２００８－０２１２０
４６号明細書、第２００９－０２７９０６０号明細書、第２００９－０２７９０６２号明
細書に説明されている。そのシステムでは、抽出孔が、望ましくは角を有する形状に配置
されている。角は、ステップ方向またはスキャン方向などの好ましい移動方向に位置合わ
せされていてもよい。これにより、その好ましい移動方向の所与の速度において流体ハン
ドリング構造表面の２つの開口部間のメニスカスに生じる力が、仮にそれら２つの出口が
その好ましい移動方向に垂直に位置合わせされている場合に比べて、小さくなる。しかし
ながら、本発明の一実施形態は、平面図でいかなる形状を有する流体ハンドリングシステ
ム、又はいかなる形状で配列された例えば抽出開口部等の構成要素を有する流体ハンドリ
ングシステムに適用されてもよい。こうした形状は、円等の楕円、長方形（例えば正方形
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）等の方形、菱形等の平行四辺形、又は、４より多い角をもつ角付き形状（例えば４以上
の角をもつ星形）であってもよく、これらに限定されない。
【００８７】
　ＵＳ２００８／０２１２０４６Ａ１のシステムの一変形例においては、これは本発明の
一実施形態に関連しうるが、複数の開口が配列された角付き形状の幾何は、とがった角（
約６０°から９０°、望ましくは７５°から９０°、より望ましくは７５°から８５°）
がスキャン方向とステップ方向の両方に位置合わせされた角に対して存在することを許容
している。これにより、それぞれの位置合わせされた角の方向において速度を高めること
が可能となる。これは、例えば走査方向で臨界速度を超えた際の不安定なメニスカスによ
る液滴の生成が低減されるからである。スキャン方向とステップ方向の両方に角が位置合
わせされていれば、これら両方向に大きな速度を実現しうる。望ましくは、スキャン方向
とステップ方向の移動速度が実質的に等しくてもよい。
【００８８】
　上述したように、基板Ｗの表面からの液浸液の蒸発は、基板Ｗの冷却および変形を引き
起こす可能性がある。この変形は、冷却を補償することにより抑制することができる。冷
却は、例えば基板Ｗを加熱することにより補償されうる。例えば、基板Ｗは、基板Ｗの真
下の基板テーブルＷＴを加熱することにより加熱されてもよい。基板テーブルＷＴは、基
板テーブルＷＴ内に形成された流路に加熱流体を流すことにより加熱されてもよい。基板
Ｗの平坦性を提供するために、基板Ｗが基板テーブルＷＴ上に搭載されるときには、基板
Ｗと基板テーブルＷＴとの間の接触部位は制限される。一実施形態では、接触部位は、基
板Ｗを基板テーブルＷＴ上のバール（burl）上に搭載することにより制限される。一実施
形態では、接触部位は１～３％の範囲内である。基板Wとの接触部位を限定することによ
り、基板テーブルＷＴと基板Ｗとの間に汚染物質がたどり着く範囲が、基板テーブルＷＴ
と基板Ｗとの接触点に減少する。しかしながら、基板Ｗとの接触部分を制限することによ
り、基板テーブルＷＴと基板Ｗとの熱結合性が低下する。この熱結合性の低下は、基板テ
ーブルＷＴと基板Ｗとの間に熱が伝達される効率を低下させる。基板Ｗの冷却を補償する
ために例えば基板テーブルＷＴの加熱を用いた効率は、このようにして低下する。
【００８９】
　基板テーブルＷＴの温度が基板Ｗの温度変化を補償するよう意図的に（例えばアクティ
ブに）制御されていないときでさえ、基板テーブルＷＴの存在により、温度変化が減る傾
向がある。これは、基板テーブルＷＴの熱容量は通常、基板Ｗの熱容量よりもはるかに大
きいためである。基板Ｗと基板テーブルＷＴとの間にいくらかの熱結合がある場合、基板
Ｗにかかる熱負荷は、基板Ｗと基板テーブルＷＴとの間である程度は分担されるであろう
。従って、基板Ｗと基板テーブルＷＴとの熱結合は、基板Ｗの温度変化の大きさを減らす
傾向がある。この効果は、「パッシブ補償」とも称される。基板Ｗと基板テーブルＷＴと
の熱結合を改善することは、このパッシブ補償の効率を向上するのに役立つ。
【００９０】
　一実施形態では、高熱伝導率ガスが基板Ｗと基板テーブルＷＴとの間の領域に供給され
る。一実施形態では、基板Ｗと基板テーブルＷＴとの間の領域の体積は、およそ高さ、形
状および基板Ｗが支持されるバール（burl）の間隔により規定される。一実施形態では、
気体は、２９８Ｋ（室温）で１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する。１００ｍ
Ｗ／（ｍ．Ｋ）は、１００ミリワットパーメーターケルビン、すなわち０．１ワットパー
メーターケルビンを意味する。このような気体は、以下において「高熱伝導率ガス」と称
される。一実施形態では、高熱伝導性気体は、室温で１５７ｍＷ／（ｍ．Ｋ）の熱伝導率
を有するＨｅ（ヘリウム）、室温で１８７ｍＷ／（ｍ．Ｋ）の熱伝導率を有するＨ２（水
素）、またはＨｅとＨ２の混合物（およびオプションで１つ以上の他のガス）を含む。高
熱伝導率ガスは、基板テーブルＷＴと基板Ｗとの熱結合を向上させる。熱結合が向上され
ることにより、上述したパッシブ補償に起因する基板Ｗの温度勾配を低下させることがで
きる。一実施形態では、基板テーブルの温度は、測定されたおよび／または予測された基
板Ｗの冷却をアクティブに補償するよう制御される。このような実施形態では、熱結合が
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向上されることにより、アクティブ補償（能動的補償）が実行される効率が改善される。
例えば、補償は、より高い精度および／またはより短い応答時間で実行されうる。一実施
形態では、以下のガスのうち１つ以上が基板と基板テーブルＷＴとの間の領域に供給され
てよい：空気、アルゴン、および／または窒素。一実施形態では、空気、アルゴンおよび
／または窒素のうち１つ以上が上述した高熱伝導率ガスの１つ以上と共に供給される。一
実施形態では、上述したガスまたは混合ガスのいずれかに加えて水蒸気が提供される。
【００９１】
　図７は、基板テーブルＷＴと基板テーブルＷＴ上に搭載された基板Ｗとの間の領域にガ
スを供給するガスハンドリングシステム３０を備える一実施形態を示す。ガスハンドリン
グシステム３０により供給されたガスは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上、望ま
しくは２９８Ｋで１５０ｍＷ／（ｍ．Ｋ）より大きい熱伝導率を有する。一実施形態では
、ガスは、供給ライン３２により基板テーブルＷＴに供給され、抽出ライン３４を介して
回収される。一実施形態では、供給ライン３２は、抽出ライン３４がガスを抽出する領域
の横方向（例えば基板Ｗおよび／または基板テーブルＷＴの中心に対して半径方向）内側
に位置する。基板Ｗと基板テーブルＷＴとの間の領域の一部にガスを供給する。該領域の
一部は、あるいは又は加えて、供給ライン３２は、抽出ライン３４がガスを抽出する領域
の横方向外側に位置する基板Ｗと基板テーブルＷＴとの間の領域の一部に、ガスを供給し
てもよい。一般的にガスは、任意の方向に流れるようアレンジされてよい。しかしながら
、特定の実施形態では、流れのほとんどが横方向内側となるようアレンジされる。別の実
施形態では、流れのほとんどが横方向外側となるようアレンジされる。
【００９２】
　図８から図１３は、図７の構成の基板テーブル部分の拡大図である。明瞭にするために
、基板Ｗを支持するバールは図示されていないが、バールまたはその等価物が存在するこ
とを理解されたい。
【００９３】
　図８は、基板テーブルＷＴがガスハンドリングシステム３０から基板Ｗと基板テーブル
ＷＴとの間の領域４０にガスを供給する１つ以上の供給ポート３８を備える実施形態を示
す。また、領域４０から流体を抽出する１つ以上の抽出ポート４２が設けられている。１
つ以上の供給ポート３８は、１つ以上の供給ポート３８と供給ライン３２との間に位置す
る中間供給キャビティ３９に接続されてもよい。一実施形態では、中間供給キャビティ３
９は、それぞれが複数の供給ポート３８の１つ以上に対応する複数の出力を有する。中間
供給キャビティ３９は、供給ライン３２に対して１つだけの出口を有していてもよい。し
かしながら、一実施形態では、中間供給キャビティ３９は、供給ライン３２に対して２つ
以上の出口を有している。一実施形態では、複数の供給ライン３２が設けられており、そ
れぞれが１つの中間供給キャビティまたは異なる中間供給キャビティに対して別々の接続
を有する。中間供給キャビティ３９は、限られた数の供給ライン３２（例えば１つの供給
ライン３２）を用いて流体を供給ライン３２の数よりも多くの供給ポート３８に供給する
のに都合のよい構造を提供する。一実施形態では、１つ以上の供給ライン３２は、中間供
給キャビティ３９なしで、直接１つ以上の供給ポート３８に接続されている。
【００９４】
　同じように、１つ以上の抽出ポート４２と１つ以上の抽出ライン３４との間に、中間抽
出キャビティ４３が設けられてもよい。一実施形態では、中間抽出キャビティ４３は、対
応する複数の抽出ポート４２につながる複数の出口と、抽出ライン３４につながる１つの
出口を有する。一実施形態では、中間抽出キャビティ４３は、基板にサイズおよび形が似
た閉ループを形成する。例えば、中間抽出キャビティ４３は、基板テーブルＷＴの領域を
通り抜けて基板Ｗの周辺端部４７に極めて接近するよう構成されてもよい。例えば、中間
抽出キャビティ４３の軸は、円形であってよい。
【００９５】
　図８に示す構成では、供給ポート３８および抽出ポート４２は、雰囲気ガス（例えば空
気）、基板Ｗの周辺４７に隣接する領域４５から、液浸流体または両方の横方向内側への
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流れ（矢印４１）が提供されるよう位置付けられている。雰囲気ガスおよび／または液浸
流体は、いくつかの実施形態において基板Ｗの周辺４７と搭載基板Ｗを取り囲む構成要素
（例えば、基板テーブルＷＴを搭載する、または基板テーブルＷＴ自体の一部であるマウ
ントブロックまたは「エンコーダブロック」）の上面との間に形成された小さな隙間４９
を通って入る。供給ポート３８および抽出ポート４２は、抽出ポート４２（搭載基板Ｗの
周辺４７に極めて近接するよう位置しているので、本実施形態では「周辺抽出ポート」と
も称される）に直接隣接する（例えば、横方向内側方向に直接隣接する）領域において、
高伝導率ガスの横方向外側への流れ（矢印５７は流れ方向を示し、ハッチング領域は高伝
導率ガスで満たされている部分を概略的に示す）を提供するよう構成されている。
【００９６】
　一実施形態では、雰囲気ガス、液浸流体または両方の内側への流れ（矢印４１）は、従
って、周辺抽出ポート４２の領域において高熱伝導率ガスの横方向外側への流れ（矢印５
７）と合流する。この混合体の全て（クロスハッチング部分）は、それ故、好都合なこと
に同じ抽出ポート４２を用いて除去され、その結果追加の抽出ポートの必要性が低減され
る。さらに、雰囲気ガス、液浸流体または両方の内側への流れにより、高熱伝導率ガスが
基板Ｗの周辺４７に隣接する隙間４９を通って漏れる可能性を減らすことができる。基板
Ｗの上側の領域が高熱伝導率ガスにより汚染される危険性または程度は、従って低減され
る。その結果、基板Ｗの上側の領域での雰囲気ガスの組成の変化により引き起こされる計
測装置（例えば干渉計測システム）の破壊の危険性または程度が低減される。
【００９７】
　一実施形態では、基板Ｗの周辺４７に隣接する領域４５から雰囲気ガス、液浸流体また
は両方を吸い込む周辺抽出ポート４２を設けることにより、基板Ｗの上側の領域において
気泡が液浸流体に入り込む危険性を効果的に低減できる。あるいは又は加えて、周辺抽出
ポート４２は、液浸流体が基板Ｗ真下の領域４０の中心部分に向かって進む範囲を効果的
に制限する。それ故、周辺抽出ポート４２を設けることは、高熱伝導率ガスを基板Ｗ真下
の領域４０に供給するガスハンドリングシステム３０がない場合でさえ、望ましい機能性
を提供する。このような周辺抽出ポートと共に効果的に機能するよう高熱伝導率ガスの領
域４０への供給方法を適合することにより、最低限の追加のハードウェアで望ましい特性
を達成することが可能となる。
【００９８】
　一実施形態では、基板テーブルＷＴには、周辺流れ制限構造５０Ａ、５０Ｂが設けられ
ている。周辺流れ制限構造５０Ａ、５０Ｂは、基板Ｗと基板テーブルＷＴとの間の領域４
０における横方向内側部分と横方向外側部分との間の流体の流れを制限する。一実施形態
では、周辺流れ制限構造の組５０が設けられている。組５０は、内側周辺流れ制限構造５
０Ｂと、内側構造５０Ｂの半径方向外側に位置し、該内側構造５０Ｂを完全に取り囲む外
側周辺流れ制限構造５０Ａとを含む。内側周辺流れ制限構造５０Ｂに対し、横方向内側部
分は、構造５０Ｂの右側部分であり、横方向外側部分は構造５０Ｂの左側部分である。外
側周辺流れ制限構造５０Ａに対し、横方向内側部分は構造５０Ａの右側部分であり、横方
向外側部分は構造５０Ａの左側部分である。図示の構成では、抽出ポート４２は内側周辺
流れ制限構造５０Ａと外側周辺流れ制限構造５０Ｂとの間に位置する。一実施形態では、
１つ以上の周辺流れ制限構造は、実質的に基板Ｗの大部分の半径方向外側に位置する円形
状を有する（オプションで、基板Ｗの中心に中心を置かれる）。１つ以上の流れ制限構造
５０Ａ，５０Ｂは、基板Ｗの手前数ミクロンの所まで延在する部分を備えてもよい。該部
分と基板との間の制限された隙間は流れ抵抗を増加させ、その結果、流れ制限構造５０Ａ
、５０Ｂを横切る流れを制限する。流れ制限構造５０Ａおよび５０Ｂは、内側流れ制限構
造５０Ｂの横方向内側領域の不完全真空（partial vacuum）の維持を容易とする。一実施
形態では、不完全真空は、基板テーブルＷＴに基板Ｗをクランプするために用いられる。
内側流れ制限構造５０Ａと外側流れ制限構造５０Ｂとの間に１つ以上の抽出ポート４２を
設けることにより、高熱伝導率ガスが基板Ｗの上側の領域に漏れる危険性または程度がさ
らに低下する。加えて、流れ制限構造５０Ａ，５０Ｂは、隙間４９を通って入る雰囲気ガ
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ス、液浸流体、または両者により領域４０に位置する高熱伝導率ガスが汚染される危険性
または程度を低減する。一実施形態では、１つだけの周辺流れ制限構造が設けられている
。別の実施形態では、２以上の周辺流れ制限構造が設けられる。
【００９９】
　一実施形態では、１つ以上の周辺抽出ポート４２は、内側周辺流れ制限構造５０Ａと外
側周辺流れ制限構造５０Ｂとの間の領域を、内側構造５０Ｂの横方向内側領域に維持され
る真空度よりも高い真空度に維持してもよい。一実施形態では、外側周辺流れ制限構造５
０Ａは、高熱伝導率ガスが隙間４９を通って基板Ｗの測定システム側に漏れるのを防止す
るのに役立つ。
【０１００】
　図８に示す構成では、２つの周辺流れ制限構造５０Ａ，５０Ｂが設けられており、１つ
以上の周辺抽出ポート４２が２つの構造５０Ａ，５０Ｂの間に設けられている。しかしな
がら、一実施形態では、１つ以上の周辺流れ制限構造は、間に周辺抽出ポート４２を持っ
ていようがいまいが設けられてよい。一実施形態では、２つの周辺流れ制限構造５０は、
それらの間に周辺抽出ポート４２を持たずに設けられてよい。一実施形態では、１つ以上
の周辺抽出ポート４２は、周辺流れ制限構造５０なしで設けられてもよい。一実施形態で
は、周辺抽出ポート４２は、（基板Ｗの平面に対して垂直に見たときに）例えば基板Ｗの
真下の領域４０の大部分を取り囲む閉路に構成されてもよい。
【０１０１】
　図９は、内側周辺流れ制限構造５０Ｂ、中間周辺流れ制限構造５０C、および外側周辺
流れ制限構造５０Aという３つの流れ制限構造が設けられた一実施形態を示す基板の周辺
領域の拡大図である。中間周辺流れ制限構造５０Ｃは、構造５０Bの横方向外側（例えば
完全に囲んでいる）にあるが、構造５０Aの横方向内側（例えば構造５０Aにより囲まれて
いる）にある。この実施形態の３つの構造５０A、５０B、５０Cは、１）構造５０Bの内側
領域、２）構造５０Bと構造５０Cの間の領域、３）構造５０Cと構造５０Aの間の領域、４
）構造５０Aの外側領域という４つの異なる領域における異なる圧力（例えば、異なる真
空レベル）の維持を容易にする。一実施形態では、１つ以上の周辺抽出ポート４２が構造
５０Bと５０Cの間に設けられてもよい。一実施形態では、１つ以上の流れ抽出ポート４２
が構造５０Cと５０Aの間に設けられてもよい。図示された実施形態では、１つ以上の流れ
制限ポート４２が構造５０Bと５０Cの間と、構造５０Cと５０Aの間の両方に設けられてい
る。この構成に対する流れパターンの一例（これに限定されない）が矢印６３，６９，７
１および７３により概略的に図示されている。この構成では、構造５０Ｃと５０Ａの間の
周辺抽出ポート４２は、隙間４９を通って入る雰囲気ガスおよび／または液浸流体の大部
分を抽出する。構造５０Ｃと５０Ｂの間の周辺抽出ポート４２は、それ故、図８に示すタ
イプの実施形態の場合と比べて受け取る雰囲気ガスおよび／または液浸流体は少なくなる
。従って、構造５０Ｃと５０Ｂの間の周辺抽出ポート４２により抽出されたガス中の高熱
伝導率ガスの割合はより高くなり、これにより、このガスの再利用が容易となる。例えば
、構造５０Ｃと５０Ｂの間の周辺抽出ポート４２により抽出されたガスを直接的に（抽出
したガスを最初に浄化するステップを取ることなく）再利用することが可能となる。ある
いは又は加えて、抽出したガスは、高始動純度（higher starting purity）のため、より
容易に再処理されうる。一実施形態では、２段階の流体抽出（すなわち、構造５０Ａと５
０Ｃの間と、構造５０Ｃと５０Ｂの間の抽出）を設けることにより、雰囲気ガスおよび／
または液浸流体が最内の構造５０Ｂの内側領域に到達する可能性、および／または高熱伝
導率ガスが隙間４９を通って基板Ｗの測定側に漏れる可能性をさらに減らすことができる
。
【０１０２】
　図１０は、基板Ｗの真下に位置する基板テーブルＷＴの一部が１つ以上のスルーホール
５２を備える一実施形態の一例を概略的に示す（図１０では１つのスルーホール５２のみ
が図示されている）。これらのスルーホール５２は、例えば基板テーブルＷＴに基板Ｗを
搭載する、および／または基板テーブルＷＴから基板Ｗを取り外すのを容易にするために
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設けられている。例えば、スルーホール５２は、基板Ｗを押して基板テーブルＷＴから離
間させる、および／または基板Ｗを基板テーブルＷＴ上に制御して下降させることを可能
とするピン（例えば「エレベーションピン」と称される）を収容するよう構成されてもよ
い。あるいは又は加えて、スルーホール５２は、基板テーブルＷＴをエンコーダブロック
又はマウントブロックなどの基板テーブルＷＴの真下の構造に整列させる１つ以上のアラ
イメントピンを収容するよう構成されてもよい。例えば、アライメントピンは、基板テー
ブルＷＴの真下の構造に形成された対応する溝または孔にぴったりとはまるよう構成され
てもよい。
【０１０３】
　スルーホール５２は、基板テーブルＷＴと基板Ｗの間の領域４０中への開口部５４を備
える。従って、スルーホール５２は、雰囲気ガスが領域４０に入って高熱伝導率ガスを汚
染するルートを提供することが可能となるかもしれない。このような汚染は、熱伝導率ガ
スを低減する可能性がある。それ故、汚染は、基板テーブルＷＴと基板Ｗとの熱結合の有
効性を低下させる可能性がある。
【０１０４】
　図１０の実施形態では、スルーホール５２からの雰囲気ガスによる汚染の危険性または
程度は、開口部５４を囲むスルーホール流れ制限構造（外側スルーホール流れ制限構造６
０Ａと内側スルーホール流れ制限構造６０Ｂ）の組６０をスルーホール５２に設けること
により低減される。例えば、外側スルーホール流れ制限構造６０Ａは、スルーホールに対
し、内側スルーホール流れ制限構造６０Ｂの半径方向外側にあってよい（例えば、外側構
造６０Ａは、内側構造６０Ｂを閉ループになるよう完全に取り囲んでもよい）。オプショ
ンで、１つ以上のスルーホール抽出ポート６２が外側構造６０Ａと内側構造６０Ｂの間に
設けられてもよい。一実施形態では、スルーホール抽出ポート６２は、中間スルーホール
抽出キャビティ６４を備える。中間スルーホール抽出キャビティ６４は、オプションで、
スルーホール５２を取り囲む閉リング（例えば、円形、多角形、またはでこぼこな形の閉
路）に形成されてもよい。一実施形態では、開口部５４を取り囲む閉路をたどる複数のス
ルーホール抽出ポート６２がスルーホール５２に設けられている。一実施形態では、所与
のスルーホール５２を取り囲むスルーホール抽出ポート６２の全ては、１つの中間スルー
ホール抽出キャビティ６４に接続されている。一実施形態では、中間スルーホール抽出キ
ャビティ６４とガスハンドリングシステム３０との接続の数は、１つの中間スルーホール
抽出キャビティ６４から始まるスルーホール抽出ポート６２の数よりも少ない。例えば、
ガスハンドリングシステム３０と中間スルーホール抽出キャビティ６４の間の接続は１つ
のみであってもよい。
【０１０５】
　一実施形態では、図９に示す構成から類推して、１つ以上のスルーホールのそれぞれを
取り囲む３つ以上の流れ制限構造が設けられてもよい。中間流れ制限構造６０Ｃを有する
構成例が図１１に示されている。図１１は、スルーホール５２に隣接する領域の拡大図で
ある。隣り合うスルーホール流れ制限構造間の少なくとも２つの領域に、１つ以上のスル
ーホール抽出ポート６２が設けられてよい。図示の実施例では、構造６０Ｂと６０Ｃの間
、および構造６０Ｃと６０Ａの間の領域に、１つ以上のスルーホール抽出ポート６２が設
けられている。最外の構造（図示の実施形態では構造６０Ａ）と、（スルーホールに対し
て）横方向内側に直接隣接した流れ制限構造（図示の実施形態では構造６０Ｃ）との間の
スルーホール抽出ポート６２により抽出されたガスの純度が高くなるので、抽出したガス
の再利用が容易となる。
【０１０６】
　上述した流れ制限構造（例えば、内側、中間、外側、周辺、またはスルーホール構造）
のいずれも、閉路（閉じたパス）を形成してよい。これらのパスは、任意の閉じた平面図
形またはループの形状をとることができることを理解されたい。例えば、パスは円形、例
えば六角形などの多角形、でこぼこな形状であってよい。
【０１０７】
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　図１０に示す構成では、スルーホール５２は、スルーホール流れ制限構造６０Ａ、６０
Ｂと、１つ以上のスルーホール抽出ポート６２との両方により取り囲まれている。しかし
ながら、一実施形態では、スルーホール５２は、（スルーホール抽出ポートなしで）スル
ーホール流れ制限構造のみにより取り囲まれてもよい。一実施形態では、スルーホール５
２は、（スルーホール流れ制限構造なしで）スルーホール抽出ポートのリングのみにより
取り囲まれてもよい。図１０に概略的に見ることができるように、領域４０内のハッチン
グ部分と、スルーホール５２への開口部５４の近くのハッチングされていない部分との間
の境界を参照することにより、雰囲気ガスがスルーホール流れ制限構造６０Ａ、および／
またはスルーホール５２への開口部５４の領域の方向に向かうスルーホール抽出ポート６
２により制限される。従って、領域４０の高伝導率ガスの汚染は制限される。それ故、基
板テーブルＷＴと基板Ｗの熱結合の崩壊もまた制限される。
【０１０８】
　図１２は、基板テーブルＷＴにスルーホール供給ポート６６が設けられた構成を示す。
このスルーホール供給ポート６６は、スルーホール５２の少なくとも一部において、スル
ーホール供給ポート６６を介して導入されたガスを基板Ｗから離れる流れるように、高伝
導率ガスをスルーホール５２に供給する。図示の実施形態では、基板から離れる流れは、
スルーホール供給ポート６６の下方である（矢印６５）。図１２に示す構成では、スルー
ホール供給ポート６６は、スルーホール５２内に側方に開口するように設けられている。
スルーホール供給ポート６６に対して、キャビティ３９と類似のキャビティ６８が設けら
れている。基板Ｗから離れる高伝導率ガスの流れを与えることにより、雰囲気ガスがスル
ーホール５２を通って基板Ｗに向かって進むことがさらに困難となる。従って、雰囲気ガ
スによる領域４０の汚染の危険性または程度が低減される。図１２の構成は、図１０の構
成と組み合わせて用いることができる。例えば、図１２の構成が１つ以上の選択されたス
ルーホールに用いられ、図１０の構成が他のスルーホールに対して用いられる。
【０１０９】
　一実施形態では、開口部５４を取り囲む流れ制限構造５９がスルーホール５２に設けら
れてもよい。流れ制限構造５９は、確実に基板Ｗ下の圧力が十分な不完全真空レベルに維
持され、一方で開口部５４の圧力が高く、例えばおおよそ周囲圧力となるようにするのに
役立つ。流れ制限構造５９は、基板Ｗから離れる高熱伝導率ガスの流れ（矢印６５）を促
進し、従って、雰囲気ガスが基板Ｗ真下の領域４０の低熱伝導率ガスを汚染する危険性を
低減する。
【０１１０】
　図１３は、基板Ｗの周辺４７と周囲の部品との間の隙間４９をシールするエッジシール
７２が設けられた構成を示す。エッジシール７２は、例えば薄い環状部品を含んでもよい
。エッジシール７２は、例えば金属またはプラスチックから形成されてもよい。エッジシ
ール７２は、堅くてもよいし、柔軟であってもよい。エッジシール７２は、例えば自動接
着性であってもよい。エッジシール７２は、隙間４９上の雰囲気ガスの汚染を有利に防い
でもよい。一実施形態では、エッジシール７２は、基板がエッジシール７２を縦方向に通
過可能な開状態と閉状態の間で作動されてもよい（このような構造では、エッジシール７
２は「機械的エッジシール」と称される）。
【０１１１】
　エッジシール７２を有する一実施形態では、雰囲気ガスまたは液浸流体は隙間４９を通
って基板Ｗの真下の領域４０に入ることはできない（または少なくともこれが可能な範囲
が大幅に減少する）。それ故、このタイプの構成では、雰囲気ガスおよび／または液浸流
体による領域４０の汚染を防ぐまたは制限するメカニズムを設けるもはや必要はない（ま
たは少ない）。図１３では、１つ以上の周辺供給ポート７４が基板Ｗの周辺４７に隣接す
る領域に設けられている。周辺供給ポート７４は、領域４０の内側部分に向かう高伝導率
ガスの横方向内側への流れを提供するよう構成されている。横方向内側への流れは、例え
ば基板搭載処理の間に周辺部分をクランプする前に基板Ｗの中心部分を真空クランプする
ことが望まれるような場合に、横方向外側への流れよりも都合がよい。中心領域には抽出
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ポート７６が設けられている。１つ以上の周辺供給ポート７４に対して横方向内側の位置
に、流れ制限構造７８が設けられてもよい。流れ制限構造７８は、領域４０の中心部分を
隔離するのに役立ち、ひいては、基板Ｗをクランプするためにこの領域において不完全真
空状態を確立することを容易とする。一実施形態では、流れ制限構造７８は流れ制限リン
グを備える。
【０１１２】
　図１４は、大気圧よりも高い圧力で、例えば大気圧の１．５倍以上またはさらに高い高
伝導率ガスを蓄えるフラッシングリザーバ８２を備える一実施形態の例を示す。基板Ｗと
基板テーブルＷＴの間の領域４０にリザーバ８２を接続するための接続システム８４が設
けられている。接続システム８４は、例えばリザーバ８２と領域４０との間に比較的低い
流れ抵抗のパスを提供するよう構成されうる。低い流れ抵抗のパスを設けることにより、
高熱伝導率ガスが領域４０に急速に流れる。この急速な流れは、「フラッシングフロー」
とも称される。フラッシングフローは、領域４０から雰囲気ガスの大部分を実質的に取り
除く（「フラッシュアウェイ（洗い流す）」）のに有効である。領域４０への接続よりも
前に、フラッシングリザーバ８２内に比較的高い圧力（例えば大気圧よりも高い、例えば
大気圧の１．５倍以上またはさらに高い）を維持することもまた、領域４０内への急速な
ガスの流れを確保するのに役立つ。一実施形態では、領域４０の圧力がフラッシングリザ
ーバ８２の圧力におよそ等しくなるまで、この流れが続くことが許容される。基板を搭載
する時間を低減するために、領域４０の急速な注入を提供することが望ましい。基板の搭
載時間を低減することにより、スループットを向上できる。一実施形態では、接続システ
ム８４は、フラッシングフローが完了したときに（または、例えばフラッシングリザーバ
８２の圧力が一定レベル以下に降下するので、ある程度まで完了したときに）、フラッシ
ングリザーバ８２と連続流源８０との接続を切り替えるよう構成されている。例えば、接
続システム８４は、連続流源８０への接続７５を開いたままにする間に、あるいはそれが
既に開いていない場合には連続流源８０への接続７５を開く間に、フラッシングリザーバ
８２を接続システム８４につなぐ接続７９を閉鎖するよう構成されてもよい。このような
構成では、連続流源８０の圧力は逆流を防ぐであろう。加えてまたは代えて、連続流源８
０と接続システム８４の間にチェックバルブ７７が配置されてもよい。一実施形態では、
領域４０がフラッシングリザーバ８２と連続流源８０の両方に開かれている間に、フラッ
シングフローが実行される（フラッシングフローの大部分に関し、流れの大部分がフラッ
シングリザーバ８２から来る）。この場合の接続システム８４により実行される「切替」
は、連続流源８０とフラッシングリザーバ８２の両方が領域４０に接続されている状態と
連続流源８０のみが領域４０に接続されている状態との切替に相当する。接続システム８
４は、領域４０にガスを供給するために用いられた後に、フラッシングリザーバ８２の圧
力を始動圧力に戻すために、連続流源８０からフラッシングリザーバ８２にガスの流れ（
ガスフロー）を提供するよう構成されてもよい。領域４０に入るガスの量は、フラッシン
グリザーバ８２の容量と、フラッシングフローが開始される前にそこでガスが維持される
圧力とによって決定される。この自己制御式の動作は、過剰な量のガスを供給するのを避
けるための複雑な制御システムを用いることなく、急速なガスフローを提供できることを
意味する。
【０１１３】
　一実施形態では、フラッシングリザーバ８２は以下のように用いられる。第１段階では
、基板Ｗが基板テーブルＷＴ上に配置される。基板Ｗ下方の中心領域の圧力は、その後、
中心領域から雰囲気ガスをくみ出すことにより低下される。第２段階では、基板Ｗ下方の
周辺領域の圧力もまた、大気圧未満、例えばおおよそ０．５気圧に低下される。第３段階
では、基板Ｗ下方の中心領域がフラッシングリザーバ８２に接続され、高熱伝導率ガスが
基板Ｗ下方の中心領域に短時間で入る。これにより、基板Ｗの中心部分の下方の圧力が急
速に上昇する。中心領域の圧力は、この段階の間に、おおよそ１気圧まで上昇する可能性
がある。第４段階では、高熱伝導率ガスの流れが連続流に切り替えられる。連続流は、基
板Ｗ下方の圧力が大気圧未満の圧力で安定するよう制御され、その結果、基板Ｗが基板テ
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ーブルＷＴにしっかりと取り付けられる。例えば、この段階の圧力は、約０．５気圧で一
定に保たれてもよい。
【０１１４】
　上述の基板搭載方法は、フラッシングリザーバを用いずに実施されてもよい。例えば、
第３段階において、所望の流速が達成されるようアクティブまたはパッシブにガスの流れ
を制御する連続供給システムを用いて高熱伝導率ガスが供給されてもよい。
【０１１５】
　一実施形態では、基板Ｗと基板テーブルＷＴの間の領域４０から流体を取り除くのを助
けるために吸引リザーバ８３が設けられてもよい。吸引リザーバ８３は、不完全真空状態
、例えば０．１気圧またはそれ未満に保持された容積（ボリューム）を備えてよい。吸引
リザーバ８３を基板Ｗ下方の領域４０に接続する（例えばバルブ８１を開くことで）こと
により、領域４０から吸引リザーバ８３に急速に流体が流れる。この流れは、領域４０と
吸引リザーバ８３の圧力が等しくなったとき、または吸引リザーバ８３への接続が閉じら
れたときに停止する。一実施形態では、抽出可能なガスの量は、吸引リザーバ８３の容積
と
吸引リザーバ８３内の初期の分圧に依存する。従って、ポンプ作用が必要以上にならない
ようにするセンサ装置または制御装置を設ける必要はない。吸引リザーバ８３は、例えば
基板搭載工程の間に、基板Ｗ下方の領域から雰囲気ガスを抽出するために用いられてよい
。吸引リザーバ８３は、従って、基板搭載工程の速度を上げるのに役立つ。あるいは又は
加えて、吸引リザーバ８３は、例えば基板取り外し工程の間に、高熱伝導率ガスを抽出す
るために用いられてよい。吸引リザーバ８３は、従って、基板取り外し工程の速度を上げ
るのに役立つ。吸引リザーバ８３内の不完全真空が使用後に回復できるよう、真空ライン
（例えばポンプ）８５が吸引リザーバ８３に接続されてもよい。
【０１１６】
　図１５は、基板Ｗと基板テーブルＷＴの間の領域４０を通過した流体から高熱伝導率を
有するガスを抽出する再処理システム８６を示す。再処理システム８６は、入口８７を介
して処理すべき流体を受け取り、抽出されたガスを出口８９を介して再利用のために出力
する。一実施形態では、再処理システム８６は、入力された流体から、流体中の平均ガス
濃度よりも低い濃度を有するガスを抽出する分離システムを備える。一般的に、２９８Ｋ
で１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスは、雰囲気ガスまたは液浸流体よ
りも大幅に濃度が低い。高熱伝導率ガスは、従って、雰囲気ガス、液浸流体および高熱伝
導率ガスの混合物を含む容器の最上部に上昇する傾向にある。分離システムは、従って、
下方部分に廃棄物出口９６を有し、上方部分に低濃度ガス出口９５を有する分離タンク９
０を備えてもよい。分離システムにより抽出されたガス（例えば低濃度ガス出口９５を介
して分離タンク９０から出たガス）の純度は、純度センサ９２を用いて測定されてよい。
純度センサ９２は、例えば、熱伝導率センサ、濃度センサ、またはそれら両方を備えてよ
い。一実施形態では、純度センサ９２からの出力は、純度センサ９２からの出力に基づい
て、分離タンク９０から外に出た低濃度ガスの流速を制御する制御システム９３に入力さ
れる。例えば、制御システム９３は、分離タンク９０から出たガスの純度が特定の閾値を
超えたことを純度センサ９２が示したときに（または熱伝導率が特定の閾値を超えたとき
及び／又は濃度が特定の閾値を下回ったとき）、出口８９に対してバルブ９４を開くよう
構成されてもよい。ガスが未だ許容可能な品質ではないことを純度センサが示していると
き、制御システム９３は、バルブ９４を閉じて分離タンク９０から外にでる流れを停止ま
たは制限する。このような流れの停止または制限は、分離タンク内で進む分離プロセスの
時間を増加させる。ガスが所望の品質であることを純度センサ９２が示しているとき、ま
たはバルブ９４が閉じられてから一定時間が経過後、制御システム９３は、バルブ９４を
開き、出口８９を介して再処理ガスの供給を再開する。
【０１１７】
　一実施形態では、基板テーブルから基板を取り外すための以下の方法において、１つ以
上の上述した基板テーブルアセンブリが用いられてよい。第１段階では、ガスハンドリン
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グシステム３０は、高熱伝導率ガスを基板Ｗの真下の領域４０に提供するよう構成される
。第１段階の終わりは、例えば露光段階の終わりに対応する。第２段階では、ガスハンド
リングシステムは、高熱伝導率ガスに代えてフラッシングガス（例えば雰囲気ガス及び／
又は空気）が基板Ｗの真下の領域４０に提供されるモードに切り替える。このプロセスは
、高熱伝導率ガスが基板Ｗの真下の領域４０から実質的に洗い流されるまで続けられてよ
い。最終段階では、望ましくは高熱伝導率ガスの濃度が特定の閾値未満に下降した後に、
基板Ｗが基板テーブルＷＴから取り除かれる。一実施形態では、フラッシングガスを基板
Ｗの真下の領域４０に供給するプロセスは、確実に高熱伝導率ガスの濃度が閾値未満に降
下するように一定時間続けられてもよい。あるいは又は加えて、基板Ｗの真下の領域４０
の高熱伝導率ガスの濃度を検出するためにセンサが設けられてもよい。例えば、高熱伝導
率ガスの濃度は、領域４０のガスの熱伝導率を測定することにより推定されてもよい。一
実施形態では、領域４０中への雰囲気ガスの流れは、測定された熱伝導率が特定の閾値レ
ベル未満に降下するまで続けられる。これらの手順は、基板が取り外されたときに高熱伝
導率ガスの放出により基板Ｗの上側の領域が汚染される危険性を低減する。
【０１１８】
　上記から分かるように、高熱伝導率ガスが基板と基板テーブルとの間の領域に供給され
る場合、および基板がこの領域の不完全真空を用いて基板テーブルにクランプされる場合
、高熱伝導率ガスは、不完全真空が維持されるように供給される。例えば、この領域中へ
の流速、この領域から出る流速、またはその両方は、少なくともこの領域の一部の圧力が
確実に１気圧未満、例えば約０．５気圧のままとなるのを助けるよう制御されてよい。
【０１１９】
　一実施形態では、基板テーブルから基板に熱が伝達される効率は、液体の蒸発潜熱／凝
縮潜熱の利用により増大できる。一実施形態では、これは、湿ったガス（例えば湿った空
気）を領域４０中に供給することにより達成される。基板テーブルが基板より温かいとき
、基板テーブル表面からの液体（例えば水）の正味の蒸発と、基板表面への液体の正味の
凝縮とが存在する。蒸発プロセスは、蒸発潜熱によって基板テーブルから熱を効率的に抽
出する。凝縮プロセスは、凝縮潜熱によって基板に熱を効率的に伝達する。蒸発潜熱は、
凝縮潜熱と同じ規模を有する。
【０１２０】
　湿ったガスは、外部源から供給されてもよい（すなわち、蒸気を発生させるプロセスが
領域４０の外側で行われる）。しかしながら、このアプローチは、領域４０の圧力（「ク
ランプ圧力」）の変動があるときに、基板温度の変動を引き起こす傾向がある。
【０１２１】
　図１９は、クランプ圧力の関数として、領域４０において水蒸気分圧（partial water 
pressure）と飽和温度がどのように変化するかを表すグラフである。標準的な水蒸気分圧
は約２６．４ｍｂａｒと期待される。縦軸１１２は、飽和温度を摂氏温度で表す。横軸１
１４は、クランプ圧力をｍｂａｒで表す。ライン１１６は、クランプ圧力に伴う飽和温度
の変化を表す。ライン１１８は、クランプ圧力に伴う水蒸気分圧の変化を表す。図に示す
ように、比較的小さいクランプ圧力のたった２０ｍｂａｒの増加（または減少）は、比較
的大きな飽和温度の約０．６℃の増加（または減少）につながることが期待される。飽和
温度の変化は、基板温度に対応する影響を及ぼす。外部源からの湿ったガスを用いるシス
テムの性能は、従って、クランプ圧力の変化により妨げられる可能性がある。
【０１２２】
　一実施形態では、上述した１つ以上の問題（例えば外部の湿ったガス源の使用に関する
問題など）は、使用中に基板Ｗに向かい合う基板テーブルＷＴの部分の２０％またはそれ
以上にわたって液体の被膜を設けることにより解決される。液体蒸気（例えば水蒸気）は
、その後、局所的な蒸発により領域４０に提供される。液体蒸気分圧（例えば水蒸気分圧
）は、基板テーブルＷＴの温度にのみ依存し、これは正確に制御することができる。飽和
温度は、クランプ温度に伴って大幅には変わらないはずである。
【０１２３】
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　上述したように、液体は、基板Ｗに向かい合う基板テーブルＷＴの表面部分の少なくと
も２０％を覆ってよい。望ましくは少なくとも３０％が覆われ、より望ましくは少なくと
も４０％が覆われ、さらに望ましくは少なくとも５０％が覆われる。
【０１２４】
　基板を事前に湿らせることは必要とされないが、これはオプションで与えられてもよい
。
【０１２５】
　図１６は、領域４０に液体を供給する液体ハンドリングシステムの一実施例を示す。リ
ザーバ１０４から領域４０に液体を運ぶために連結要素１０２が設けられている。連結要
素１０２は、例えばパイプ及び／又はウィッキング（wicking）構造を備えてもよい。連
結要素１０２は、リザーバ１０４から領域４０に毛細管現象を用いて液体を抜き取るよう
構成されてもよい。あるいは又は加えて、液体１０６は、リザーバ１０４から領域４０に
異なるメカニズムを用いて運ばれてもよい。例えば、連結要素１０２のリザーバ端の圧力
が領域４０の圧力より高くなるよう構成し、液体が差圧により領域４０に向かって押し出
されるようにしてもよい。
【０１２６】
　一実施形態では、連結要素１０２は、使用中に基板Ｗに直接向かい合う基板テーブルＷ
Ｔの表面部分の少なくとも２０％を覆うウィッキング構造に接続される、またはウィッキ
ング構造の一部である。ウィッキング構造は、表面領域にわたる薄層に液体を広げるよう
構成されてもよい。液体を広げることは、例えば毛細管現象によりなされてもよい。一実
施形態では、ウィッキング構造は、浸液性（例えば親水性）であってもよい。ウィッキン
グ構造の表面は、例えば３０度未満の液体（例えば水）との接触角を有してもよい。一実
施形態では、ウィッキング構造は、毛細管現象を用いて液体を運ぶ１つ以上の溝構造を備
えてもよい。一実施形態では、ウィッキング構造は、多孔性構造を備えてもよい。一実施
形態では、ウィッキング構造は多孔性のＳｉＣから形成される。
【０１２７】
　図１７は、どのように連結要素１０２がウィッキング構造１０４につながるかを概略的
に示す上面図である。この実施形態では、ウィッキング構造１０５は円形状を有する。し
かしながら、ウィッキング構造１０５は任意の他の形状を有してもよい。
【０１２８】
　液体蒸気が比較的熱い基板テーブルから比較的冷たい基板に進む速度は、原則としてガ
スを介して領域４０に拡散する必要があることにより阻害される。しかしながら、基板テ
ーブルと基板の分離はとても小さいので、この影響は無視してよいと期待される。
【０１２９】
　基板テーブルＷＴ上の液体層の深さは、最小で数１００ｎｍのオーダであってよい（約
０．１ｍＬの容積に相当）。典型的なアプリケーションでは、深さは数ミクロンのオーダ
であってよい。最小深さは、液体層が表面にわたって均一に広がることができない場合、
例えば液体層がウィック構造の細孔に設けられる場合（例えば数ミクロンの細孔サイズを
有するウィック構造）、最小深さは大きくなるであろう。
【０１３０】
　基板が取り外されるとき、基板は短時間濡れたままになる可能性がある。しかしながら
、液体層は、比較的薄く、素早く蒸発する。蒸発プロセスは、基板上に乾燥したガス（例
えば空気）を吹き付けることにより加速することができる。この段階の液体の蒸発は、基
板の冷却（約０．３℃）を引き起こす可能性がある。しかしながら、この冷却の間にリソ
グラフィが起こらなければ、この冷却に起因するエラーは発生しない。
【０１３１】
　一実施形態では、基板Ｗが基板テーブルＷＴに搭載される前に、基板テーブルＷＴに液
体が供給される。これは、様々な方法でなされる。図１８は、噴霧器１０８を用いて液体
を塗布する様子を示す。一実施形態では、噴霧器１０８は、液体をきれいに分布させるよ
う構成される。これは、基板テーブルＷＴ状に薄い液層を急速に形成するのに役立つ。薄
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い液層の急速形成することは、スループットを高くするのに役立つ。噴霧器１０８は、ガ
ス（例えば空気）中に分散した液体（例えば水）ミストのスプレーを提供するよう構成さ
れてもよい。あるいは又は加えて、電気スプレーを用いて液体が与えられてもよい。電気
スプレーは、液体を運ぶのにガスを使用しないので、スプレーの間に与える熱負荷が小さ
い（冷却が少ない）。
【０１３２】
　抽出ポート４２（例えば図８、図１０および図１２参照）及び・又は周辺流れ制限構造
５０Ａ，５０Ｂを設けることは、高熱伝導率ガスの基板の上側の領域への漏れを許容レベ
ルまで低下させる、または防止するのに十分ではない可能性がある。例えばＨｅを用いた
場合、このような漏れはエンコーダなどの測定システムの測定精度を低下させる可能性が
ある。Ｈ２を用いた場合、爆発の起こり得る危険性のために、安全性の懸念がある。
【０１３３】
　一実施形態では、高熱伝導率ガスが漏れる危険性または程度は、バッファガスを基板テ
ーブルＷＴと基板Ｗの間の領域に供給することによりさらに低減される。一実施形態では
、高熱伝導率ガス（例えば、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する
ガス、これは「第１ガス」とも称される）は、バッファガス（「第２ガス」とも称される
）と異なる組成を有する。一実施形態では、バッファガスは、高熱伝導率ガスに対する障
壁としての機能を果たす。一実施形態では、バッファガス供給ポートは、高熱伝導率ガス
を円周方向に取り囲むバッファガスの「カーテン」を提供する。一実施形態では、このカ
ーテンは、閉ループを形成し、任意で円形であり、任意で基板端部近傍に位置する。一実
施形態では、バッファガスは、基板テーブルＷＴと基板Ｗとの間の領域において半径方向
内側に、任意で高熱伝導率ガスの流れに対して反対方向に流れるよう構成される。一実施
形態では、バッファガスは、周囲空気よりも高い熱伝導率を有するガスから成る。一実施
形態では、バッファガスは、９９％を超えるＮ２から成る。一実施形態では、バッファガ
スは、９９％を超えるＮ２から成り、高熱伝導率ガスは９９％を超えるＨｅから成る。図
２０，図２１および図２２は、バッファガスを用いるよう構成された実施形態の例を示す
。
【０１３４】
　図２０は、図８を参照して上述したタイプの一実施形態がバッファガスを用いるために
どのように構成されるかを示す。図示の実施形態では、基板Ｗの真下の領域にバッファガ
スを供給するために、バッファガス供給ポート１２０が設けられてよい。図示の構成では
、バッファガスが外部環境に漏れるのを制限するために、バッファガス流れ制限構造１２
２がさらに設けられてよい。一実施形態では、上述した周辺流れ制限構造５０Ａ，５０Ｂ
の代わりに、バッファガス流れ制限構造が実装されてもよい。周辺流れ制限構造５０Ａ，
５０Ｂもまた設けられている図２０に示すような一実施形態では、バッファガス流れ制限
構造は、周辺流れ制限構造５０Ａ，５０Ｂの半径方向外側に設けられてもよい。バッファ
ガス流れ制限構造は、任意で周辺流れ制限構造５０Ａ，５０Ｂを円周方向に取り囲んでも
よい。図示の実施形態では、バッファガスは半径方向内側（矢印１２４）に流れるように
構成されている。一実施形態では、半径方向内側の流れ１２４は、高熱伝導率ガスの半径
方向外側の流れ５７の方向と反対である。図示の実施形態では、バッファガスの半径方向
内側の流れ１２４は、高熱伝導率ガスとバッファガスの混合物を抽出するよう構成された
抽出ポート４２により動かされる。いくつかの他の実施形態では、バッファガス流れ制限
構造１２２は省略されている。例えば、バッファガス流れ制限構造１２２は、バッファガ
スの組成が基板の上側の領域で起こるプロセス（例えば測定プロセス）を著しく妨げない
ような場合には省略されてもよい。
【０１３５】
　図２０に示す実施形態の変形例では、最も外側の周辺流れ制限構造５０Ａが省略される
。図２０に示す実施形態のさらなる変形例では、最も外側の周辺流れ制限構造５０Ａとバ
ッファガス流れ制限構造１２２が省略される。さらなる変形例では、内側の周辺流れ制限
構造５０Ｂもまた省略される。
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【０１３６】
　図２１は、図１０を参照して上述したタイプの一実施形態がバッファガスを用いるため
にどのように構成されるかを示す。図２０に示す実施例では、バッファガス供給ポート１
２０と、選択的なバッファガス流れ制限構造１２２が設けられている。バッファガスの内
側方向への流れ１２４は、抽出ポート４２からの吸引により動かされる。図２０を参照し
て上述した変形例の全てが図２１の実施形態にも適用されうる。加えてまたは代えて、バ
ッファガスの流れ１２６がスルーホール５２に与えられてもよい。スルーホール５２を通
ったバッファガスの流れ１２６は、高熱伝導率ガスと周囲空気との接触または混合の可能
性を低減する。高熱伝導率ガスがＨ２を含む場合、バッファガスはそれによりスルーホー
ル５２の領域における爆発の危険性を低減できる。
【０１３７】
　図２２は、図１２を参照して上述したタイプの実施形態がバッファガスを用いるために
どのように構成されるかを示す。図２０および図２１に示す実施例と同様に、バッファガ
ス供給ポート１２０および選択的なバッファガス流れ制限構造１２２が設けられている。
バッファガスの内側方向への流れ１２４は、抽出ポート４２からの吸引により動かされる
。図２０を参照して上述した変形例の全てが図２２の実施形態にも適用されうる。
【０１３８】
　上述の特徴のどれでも他の任意の特徴とともに用いることができ、本出願で保護される
のは、明示的に記載されたそれらの組み合わせだけではないことを理解されたい。例えば
、本発明の一実施形態は、図２から図６の実施形態にも適用可能である。
【０１３９】
　一態様では、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。基板テ
ーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テーブル上に
搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムとを備える。ガ
スハンドリングシステムにより供給されるガスは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以
上の熱伝導率を有する。ガスハンドリングシステムにより供給されるガスは、Ｈ２を含む
。
【０１４０】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、基板を支持する基盤テーブルと、基板テ
ーブルと基板テーブル上に搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリン
グシステムとを備える。ガスハンドリングシステムにより供給されるガスは、２９８Ｋで
１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する。基板テーブルは、ガスハンドリングシ
ステムから基板と基板テーブルとの間の領域にガスを供給する供給ポートと、該領域から
流体を抽出する抽出ポートとを備える。抽出ポートは、基板周辺の隣接領域から雰囲気ガ
ス、液浸流体、または両方の横方向内側への流れを提供するよう構成された周辺抽出ポー
トを備える。
【０１４１】
　一実施形態では、供給ポートおよび抽出ポートは、周辺抽出ポートに直接隣接する領域
においてガスハンドリングシステムにより供給されるガスの横方向外側への流れを提供す
るよう構成される。
【０１４２】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、基板および／または基板テーブルの中心
と比較して、基板と基板テーブルとの間の領域の横方向内側部分と横方向外側部分の間の
流体の流れを制限する閉路形状の周辺流れ制限構造をさらに備える。
【０１４３】
　一実施形態では、周辺流れ制限構造は、内側周辺流れ制限構造と、外側周辺流れ制限構
造とを備える。内側周辺流れ制限構造は、外側周辺流れ制限構造により取り囲まれている
。
【０１４４】
　一実施形態では、周辺抽出ポートは、内側周辺流れ制限構造と外側周辺流れ制限構造の
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間に位置している。
【０１４５】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、内側周辺流れ制限構造と外側周辺流れ制
限構造との間に、中間周辺流れ制限構造をさらに備える。
【０１４６】
　一実施形態では、周辺抽出ポートは、隣接する周辺流れ制限構造間の少なくとも２つの
領域内に位置する。
【０１４７】
　一態様では、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。基板テ
ーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テーブル上に
搭載された基板との間の領域に第１のガスを供給するガスハンドリングシステムとを備え
る。ガスハンドリングシステムにより供給される第１のガスは、２９８Ｋで１００ｍＷ／
（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する。ガスハンドリングシステムはさらに、基板テーブル
と基板テーブル上に搭載された基板との間の領域に、第２のガスとしてバッファガスを供
給するよう構成されている。バッファガスは、第１のガスとは異なる組成を有する。
【０１４８】
　一実施形態では、第１のガス／２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有
するガスは、９９％を超えるＨｅを含む。
【０１４９】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、基板テーブルと基板テーブル上に搭載さ
れた基板との間の領域にバッファガスを供給するためのバッファガス供給ポートをさらに
備える。
【０１５０】
　一実施形態では、バッファガス供給ポートは、バッファガスの横方向外側への流れを提
供するよう構成される。
【０１５１】
　一実施形態では、バッファガス供給ポートは、第１のガス／２９８Ｋで１００ｍＷ／（
ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスを円周方向に取り囲むバッファガスの障壁を提供す
るよう構成される。
【０１５２】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、バッファガスの横方向外側への流れを制
限するバッファガス流れ制限構造をさらに備える。
【０１５３】
　一実施形態では、基板テーブルは、第１のガス／２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以
上の熱伝導率を有するガスとは異なる組成を有するバッファガスをバッファガス供給ポー
トに供給するよう構成される。
【０１５４】
　一実施形態では、バッファガスは、空気よりも高い熱伝導率を有する。
【０１５５】
　一実施形態では、バッファガスは９９％を超えるＮ２を含む。
【０１５６】
　一態様では、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。基板テ
ーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テーブル上に
搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムとを備える。ガ
スハンドリングシステムにより供給されるガスは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以
上の熱伝導率を有する。基板テーブルは、基板と基板テーブルとの間の領域中への開口部
を有するスルーホールを備える。
【０１５７】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、スルーホールの開口部を取り囲むスルー
ホール流れ制限構造をさらに備える。
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【０１５８】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、スルーホールの開口部に隣接する領域か
ら流体を抽出するスルーホール抽出ポートをさらに備える。
【０１５９】
　一実施形態では、スルーホール流れ制限構造は、内側スルーホール流れ制限構造と外側
スルーホール流れ制限構造とを備える。両者は、スルーホールの開口部を取り囲んでおり
、スルーホール抽出ポートが内側スルーホール流れ制限構造と外側スルーホール流れ制限
構造との間に位置する。
【０１６０】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、内側スルーホール流れ制限構造と外側ス
ルーホール流れ制限構造との間に中間スルーホール流れ制限構造をさらに備える。
【０１６１】
　一実施形態では、隣接するスルーホール流れ制限構造間の少なくとも２つの領域内に、
スルーホール抽出ポートが位置する。
【０１６２】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリはさらに、スルーホールを通って基板に向け
てバッファガスの流れを提供する構成されている。
【０１６３】
　一実施形態では、基板テーブルは、少なくともスルーホールの一部に基板から離れるガ
スの流れが確立されるよう、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する
ガスをスルーホールに供給するスルーホール供給ポートを備える。
【０１６４】
　一実施形態では、スルーホール供給ポートは、スルーホール中に側方に開口している。
【０１６５】
　一実施形態では、スルーホールは、基板を基板テーブルに搭載または基板テーブルから
取り外す間に用いるピン、または基板テーブル用のマウンティングブロックに対する基板
テーブルのアライメント用のピンにアクセスできるよう構成されている。
【０１６６】
　一態様では、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。基板テ
ーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テーブル上に
搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステム（ガスハンドリ
ングシステムにより供給されるガスは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導
率を有する）と、基板の外側周辺端部において、基板上側の領域と、基板と基板テーブル
間の領域との間をシールするエッジシールとを備える。このアセンブリは、基板の周辺に
隣接する領域から、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスの横
方向内側への流れを提供するよう構成されている。
【０１６７】
　一態様では、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。基板テ
ーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テーブル上に
搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムとを備える。ガ
スハンドリングシステムにより供給されるガスは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以
上の熱伝導率を有する。ガスハンドリングシステムは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ
）以上の熱伝導率を有するガスを大気圧を超える圧力で蓄えるフラッシングリザーバ（洗
浄リザーバ）を備える。
【０１６８】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上
の熱伝導率を有する一定量のガスのフラッシングフロー（洗浄流）を該領域中に提供する
ために、フラッシングリザーバを基板テーブル上に搭載された基板と基板テーブルとの間
の領域につなぐ接続システムをさらに備える。
【０１６９】
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　一実施形態では、ガスハンドリングシステムは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以
上の熱伝導率を有するガスの連続流（連続フロー）を大気圧よりも低い実質的に一定の圧
力で提供する連続流システムを備える。
【０１７０】
　一実施形態では、接続システムは、フラッシングフローと連続流とを切替可能に構成さ
れる。
【０１７１】
　一態様では、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。基板テ
ーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テーブル上に
搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムとを備える。ガ
スハンドリングシステムにより供給されるガスは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以
上の熱伝導率を有する。ガスハンドリングシステムは、基板と基板テーブルとの間の領域
を通過した流体から、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスを
抽出する再処理システムを備える。
【０１７２】
　一実施形態では、再処理システムは、流体中の平均ガス濃度よりも低い濃度を有するガ
スを流体から抽出する分離システムを備える。
【０１７３】
　一実施形態では、分離システムは分離タンクを備える。分離タンクは、分離タンクのタ
ンクの下方部分の廃棄物出口と、分離タンクの上方部分の低濃度ガス出口とを備える。
【０１７４】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、分離システムから出力された低濃度ガス
の純度を測定する純度センサをさらに備える。
【０１７５】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、純度センサからの出力に基づいて、分離
システムから外に出た低濃度ガスの流速を制御するよう構成された制御システムをさらに
備える。
【０１７６】
　一実施形態では、純度センサは、熱伝導率センサ、濃度センサ、またはそれら両方を備
える。
【０１７７】
　一態様では、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。基板テ
ーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テーブル上に
搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステム（ガスハンドリ
ングシステムにより供給されるガスは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導
率を有する）と、不完全真空に保持されており、基板と基板テーブルの間の領域に選択的
に接続可能に構成された吸引リザーバとを備える。
【０１７８】
　一態様では、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。基板テ
ーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、使用中に基板に直接向かい合う基
板テーブルの表面部分の少なくとも２０％を液体で覆うよう、基板テーブルと基板テーブ
ル上に搭載された基板との間の領域に液体を供給する液体ハンドリングシステムとを備え
る。
【０１７９】
　一実施形態では、液体は水からなる。
【０１８０】
　一実施形態では、液体ハンドリングシステムは、基板テーブルの表面を液体リザーバに
つなぐ連結要素を備える。
【０１８１】
　一実施形態では、連結要素は、毛細管現象により液体リザーバから基板テーブルの表面
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に液体を抜き取るよう構成されている。
【０１８２】
　一実施形態では、基板テーブルは、毛細管現象により表面領域にわたって液体を広げる
よう構成されたウィッキング構造を備える。
【０１８３】
　一実施形態では、ウィッキング構造は、多孔性ＳｉＣ、溝構造、および／または親水性
の組成物から選択された１つ以上を備える。
【０１８４】
　一実施形態では、基板テーブルアセンブリは、基板テーブルと該基板テーブル上に搭載
された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムを備え、ガスハンド
リングシステムにより供給されるガスは、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝
導率を有する。
【０１８５】
　一態様では、液浸リソグラフィ装置用の基板テーブルアセンブリが提供される。基板テ
ーブルアセンブリは、基板を支持する基板テーブルと、基板テーブルと基板テーブル上に
搭載された基板との間の領域にガスを供給するガスハンドリングシステムとを備える。基
板テーブルは、基板と基板テーブルとの間の領域中への開口部を有するスルーホールを備
える。該アセンブリは、スルーホールの開口部を取り囲むスルーホール流れ制限構造を備
える。該スルーホール流れ制限構造は、開口部の周囲に閉路を形成する。
【０１８６】
　一態様では、上述した基板テーブルアセンブリを備える液浸リソグラフィ装置が提供さ
れる。
【０１８７】
　一態様では、上述した基板テーブルアセンブリにおいて基板テーブルから基板を取り外
す方法が提供される。この方法は、以下のステップを順番に備える。ガスハンドリングシ
ステムを用いて、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスを基板
と基板テーブルとの間の領域に供給すること、ガスハンドリングシステムを用いて、フラ
ッシングガスを基板と基板テーブルとの間の領域に供給して、２９８Ｋで１００ｍＷ／（
ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスを洗い流すこと、および２９８Ｋで１００ｍＷ／（
ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスの濃度が一定の閾値レベル未満に下降したとき、基
板テーブルから基板を取り外すこと。
【０１８８】
　一態様では、上述した基板テーブルアセンブリにおいて基板テーブル上に基板を搭載す
る方法が提供される。この方法は、以下のステップを順番に備える。基板テーブル上に基
板を置くこと、基板と基板テーブルとの間の領域の中心部分に、大気圧よりも低い圧力を
確立すること、基板と基板テーブルとの間の領域に、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）
以上の熱伝導率を有するガスを導入すること、および大気圧未満の実質的に一定の圧力で
基板と基板テーブルとの間の領域を通る一定のガスの流れを確立すること。
【０１８９】
　一実施形態では、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスを導
入することは、基板と基板テーブルとの間の領域を、２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）
以上の熱伝導率を有するかなりの量のガスを大気圧を超える圧力で備えるフラッシングリ
ザーバに連結することにより行われる。
【０１９０】
　一実施形態では、基板と基板テーブルとの間の領域において、大気圧よりも低い中心部
分の圧力はまた基板の周辺端部近傍の圧力よりも低く、本方法は、周辺端部の圧力を中心
部分の圧力と実質的に等しいレベルまで低下させる後続のステップをさらに備える。
【０１９１】
　一態様では、上述した基板テーブルアセンブリにおいて基板テーブル上に基板を搭載す
る方法が提供される。この方法は、基板テーブルの表面に液体を塗布すること、および基
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板テーブル上に基板を置くことというステップを順番に備え、液体は、基板に直接向き合
う基板テーブルの表面部分の少なくとも２０％を覆う。
【０１９２】
　一実施形態では、液体は、噴霧器または電気スプレーを用いて塗布される。
【０１９３】
　一態様では、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の空間
に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと、基
板と基板テーブルとの間の領域にガスを供給することを備える。ガスは、２９８Ｋで１０
０ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有し、ガスはＨ２を含む。
【０１９４】
　一態様では、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の空間
に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと、基
板と基板テーブルとの間の領域に２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有
するガスを供給することと、基板周辺に隣接する領域から、雰囲気ガス、液浸流体、また
は両方の横方向内側への流れを提供することを備える。
【０１９５】
　一態様では、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の空間
に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと、基
板と基板テーブルとの間の領域に２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有
する第１のガスを供給することと、基板と基板テーブルとの間の領域に、第２のガスとし
てバッファガスを供給することを備える。バッファガスは、第１のガスとは異なる組成を
有する。
【０１９６】
　一態様では、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の空間
に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと、基
板と基板テーブルとの間の領域にガスを供給することを備える。ガスは、２９８Ｋで１０
０ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有する。基板テーブルは、基板と基板テーブルとの
間の領域中への開口部を有するスルーホールを備える。
【０１９７】
　一態様では、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の空間
に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと、基
板と基板テーブルとの間の領域に２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有
するガスを供給することと、基板の上側領域と、基板と基板テーブル間の領域との間を基
板の外側周辺端部においてシールすることと、基板周辺に隣接する領域から２９８Ｋで１
００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有するガスの横方向内側への流れを提供すること
を備える。
【０１９８】
　一態様では、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の空間
に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと、基
板と基板テーブルとの間の領域に２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有
するガスを供給することと、抽出されたガスを再利用するために、基板と基板テーブルと
の間の領域を通過した流体から２９８Ｋで１００ｍＷ／（ｍ．Ｋ）以上の熱伝導率を有す
るガスを抽出することを備える。
【０１９９】
　一態様では、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の空間
に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと、基
板と該基板を支持する基板テーブルとの間の領域に、基板に直接向き合う基板部分の表面
積の少なくとも２０％を覆うように、液体を供給することを備える。
【０２００】
　一態様では、デバイス製造方法が提供される。この方法は、投影系と基板との間の空間
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に閉じ込められた液浸液を介してパターンを付与された放射ビームを投影することと、基
板と基板テーブルとの間の領域にガスを供給することを備える。基板テーブルは、基板と
基板テーブルとの間の領域中への開口部を有するスルーホールを備える。スルーホール流
れ制限構造は、スルーホールの開口部を取り囲んでおり、スルーホール流れ制限構造は開
口部の周囲に閉路を形成する。
【０２０１】
　本明細書ではＩＣの製造におけるリソグラフィ装置の使用を例として説明しているが、
リソグラフィ装置は、集積光学システム、磁区メモリ用案内パターンおよび検出パターン
、フラットパネルディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッドの製造な
ど、他の用途にも適用することが可能であるものと理解されたい。当業者であればこれら
の他の適用に際して、本明細書における「ウェハ」あるいは「ダイ」という用語がそれぞ
れ「基板」あるいは「目標部分」という、より一般的な用語と同義であるとみなされると
理解することができるであろう。基板は露光前または露光後においてトラック（典型的に
はレジスト層を基板に塗布し、露光後のレジストを現像する装置）、メトロロジツール、
及び／またはインスペクションツールにより処理されてもよい。適用可能であれば、本明
細書の開示はこれらのまたは他の基板処理装置にも適用され得る。また、基板は例えば多
層ＩＣを製造するために複数回処理されてもよく、その場合には本明細書における基板と
いう用語は既に処理されている１つまたは多数の処理層を含む基板をも意味する。
【０２０２】
　本明細書において「放射」及び「ビーム」という用語は、紫外（ＵＶ）放射（例えば約
３６５ｎｍ、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１５７ｎｍ、または１２６ｎｍの波長を有する）
を含むあらゆる種類の電磁放射を示す。「レンズ」という用語は、文脈が許す限り、屈折
光学素子及び反射光学素子を含む１つの光学素子またはこれら各種の光学素子の組み合わ
せを指し示すものであってもよい。
【０２０３】
　本発明の特定の実施形態が上述されたが、説明したもの以外の態様で本発明が実施され
てもよい。例えば、本発明の実施形態は、上述の方法を記述する機械で読み取り可能な命
令の１つまたは複数のシーケンスを含むコンピュータプログラムの形式をとってもよいし
、そのコンピュータプログラムを記録したデータ記録媒体（例えば半導体メモリ、磁気デ
ィスク、または光ディスク）であってもよい。機械で読み取り可能な命令は２以上のコン
ピュータプログラムにより実現されてもよい。それら２以上のコンピュータプログラムは
１つまたは複数の異なるメモリ及び／またはデータ記録媒体に記録されていてもよい。
【０２０４】
　本明細書に記載の任意のコントローラ（制御部）は各々がまたは組み合わされて、リソ
グラフィ装置の少なくとも１つの構成要素内部に設けられた１つまたは複数のコンピュー
タプロセッサによって１つまたは複数のコンピュータプログラムが読み取られたときに動
作可能であってもよい。コントローラは信号を受信し処理し送信するのに適切ないかなる
構成であってもよい。１つまたは複数のプロセッサは少なくとも１つのコントローラに通
信可能に構成されていてもよい。例えば、複数のコントローラの各々が上述の方法のため
の機械読み取り可能命令を含むコンピュータプログラムを実行するための１つまたは複数
のプロセッサを含んでもよい。各コントローラはコンピュータプログラムを記録する記録
媒体及び／またはそのような媒体を受けるハードウェアを含んでもよい。コントローラは
１つまたは複数のコンピュータプログラムの機械読み取り可能命令に従って動作してもよ
い。
【０２０５】
　本発明の１つまたは複数の実施形態はいかなる液浸リソグラフィ装置に適用されてもよ
い。上述の形式のものを含むがこれらに限られない。液浸液が浴槽形式で提供されてもよ
いし、基板の局所領域のみに提供されてもよいし、非閉じ込め型であってもよい。非閉じ
込め型においては、液浸液が基板及び／または基板テーブルの表面から外部に流れ出るこ
とで、基板テーブル及び／または基板の覆われていない実質的に全ての表面が濡れ状態で
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あってもよい。非閉じ込め液浸システムにおいては、液体供給システムは液浸流体を閉じ
込めなくてもよいし、液浸液の一部が閉じ込められるが完全には閉じ込めないようにして
もよい。
【０２０６】
　本明細書に述べた液体供給システムは広く解釈されるべきである。ある実施形態におい
ては投影系と基板及び／または基板テーブルとの間の空間に液体を提供する機構または構
造体の組合せであってもよい。１つまたは複数の構造体、及び１つまたは複数の流体開口
の組合せを含んでもよい。流体開口は、１つまたは複数の液体開口、１つまたは複数の気
体開口、１つまたは複数の二相流のための開口を含む。開口のそれぞれは、液浸空間への
入口（または流体ハンドリング構造からの出口）または液浸空間からの出口（または流体
ハンドリング構造への入口）であってもよい。一実施形態においては、液浸空間の表面は
基板及び／または基板テーブルの一部であってもよい。あるいは液浸空間の表面は基板及
び／または基板テーブルの表面を完全に含んでもよいし、液浸空間が基板及び／または基
板テーブルを包含してもよい。液体供給システムは、液体の位置、量、性質、形状、流速
、またはその他の性状を制御するための１つまたは複数の要素をさらに含んでもよいが、
それは必須ではない。
【０２０７】
　上述の説明は例示であり、限定を意図しない。よって、後述の請求項の範囲から逸脱す
ることなく既述の本発明に変更を加えることができるということは、関連技術の当業者に
は明らかなことである。
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